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@Resumen:

Marcador de resistencia a oidio para plantas de
melén, planta de meldn resistente a oidio, y método
para producir planta de meldn resistente a oidio
usando dicho marcador.

La presente invencion proporciona un nuevo
marcador de resistencia a oidio para plantas de
meldn, una planta de meldn resistente a oidio que
incluye un locus de resistencia a oidio; y un método
para la produccién de una planta de melon resistente
a oidio usando el mismo. EI marcador de resistencia a
oidio para plantas de meldén segun la presente
invencion incluye un locus de resistencia a oidio en el
cromosoma 6 en una forma homocigota, donde el
locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6
cumple al menos una de las condiciones:

Condicion (1): el locus de resistencia a oidio en el
cromosoma 6 se identifica por una longitud de un
fragmento amplificado obtenido por amplificacién
usando el conjunto cebador 1, y la longitud del
fragmento amplificado es de 133 pb o més, donde el
conjunto cebador 1 comprende un cebador directo 1
que consiste en una secuencia de bases SEQ ID NO:
1 y un cebador inverso 1 que consiste en una
secuencia de bases SEQ ID NO: 2;y

Condicion (2): el locus de resistencia a oidio en el
cromosoma 6 se identifica por polimorfismos de bases
en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y
327 en una secuencia de bases la SEQ ID NO: 3.
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DESCRIPCION

MARCADOR DE RESISTENCIA A OiDIO PARA PLANTAS DE MELON, PLANTA DE
MELON RESISTENTE A OIDIO, Y METODO PARA PRODUCIR PLANTA DE MELON
RESISTENTE A OiDIO USANDO DICHO MARCADOR

Campo técnico

La presente descripcion se refiere a un marcador de resistencia a oidio para plantas de
meldn, una planta de meldn resistente a oidio, y un método para producir una planta de

melon resistente a oidio usando el mismo.

Estado de Técnica anterior

En el cultivo de las plantas de meldn, una enfermedad causada por hongo de oidio es un
problema serio a nivel mundial. Los cuerpos vegetales infectados con el hongo de oidio
crecen escasamente debido al marchitamiento de las hojas, etc. Como resultado, se reduce

la produccion de frutos.

Bajo estas circunstancias, se han realizado intentos para criar cultivares de melén
resistentes al hongo de oidio utilizando genes de resistencia a oidio. Sin embargo, la
aparicion de especies de hongos de oidio capaces de infectar plantas de meldn que incluyen

estos genes de resistencia da lugar a un problema (Documento No Patente 1).

Listado de citas

Documentos No-Patente

[Documento No Patente 1] F. J. Yuste-Lisbona y col., “Inheritance of resistance to races 1, 2
and 5 of powdery mildew in the melon TGR-1551", Plant Breeding, 2010, vol. 129, pp. 72-75.

Breve resumen de la invencion

Problema para resolver por la invencion

Con lo anterior en mente, es un objetivo de la presente invencion proporcionar un nuevo

marcador de resistencia a oidio para plantas de meldn, una planta de meldn resistente a
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oidio que incluye un locus de resistencia a oidio, y un método para producir una planta de

melon resistente a oidio usando el mismo.

Medios para resolver el problema

Para conseguir el anterior objetivo, la presente invencion proporciona un marcador de
resistencia a oidio para una planta de melén, que incluye: un locus de resistencia a oidio en
el cromosoma 6 en una forma homocigota, donde el locus de resistencia a oidio en el
cromosoma 6 cumple al menos una de las siguientes condiciones (1) y (2):

Condicién (1): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
longitud de un fragmento amplificado obtenido por amplificacion usando el siguiente
conjunto cebador 1, y la longitud del fragmento amplificado es de 133 pb 0 mas.

Conjunto cebador 1:
un cebador directo 1 que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 1
un cebador inverso 1 que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 2

Condicion (2): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 en una
secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3.

La presente invencién también proporciona una planta de meldn resistente a oidio que
incluye: un locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una forma homocigota, donde
el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las siguientes
condiciones (1) y (2):

Condicién (1): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
longitud de un fragmento amplificado obtenido por amplificacion usando el siguiente
conjunto cebador 1, y la longitud del fragmento amplificado es de 133 pb 0 mas.

Conjunto cebador 1:
un cebador directo 1 que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 1
un cebador inverso 1 que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 2

Condicion (2): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 en una
secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3.

La presente invencion también proporciona un método para producir una planta de melén

resistente a oidio, que incluye las siguientes etapas (a) y (b):
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(a) cruzar la planta de meldn resistente a oidio segun la presente invencién con otra
planta de mel6n; y
(b) seleccionar una planta de meldn resistente a oidio de una o mas plantas de

meldn obtenidas en la etapa (a) o sus lineas progenie.

Efectos de la invencién

Los inventores de la presente invencion llevaron a cabo estudios diligentes, y descubrieron
un nuevo locus de resistencia a oidio para plantas de melén como marcador de resistencia a
oidio que presenta resistencia a oidio. Las plantas de melén que incluyen el marcador de
resistencia a oidio presentan resistencia a oidio. Por tanto, el marcador de resistencia a
oidio para plantas de meldn segun la presente invencion permite facil deteccion de plantas
de melodn resistentes a oidio, por ejemplo. También, la planta de meldn resistente a oidio
segun la presente invencion incluye el locus de resistencia a oidio, por ejemplo, y, por tanto,
puede presentar resistencia a oidio, por ejemplo. Ademas, el locus de resistencia a oidio
puede conferir la resistencia a oidio aunque sea un locus de gen unico (factor monogénico),
por ejemplo. Por tanto, segun la planta de meldn resistente a oidio de la presente invencion,
por ejemplo, se pueden obtener facilmente también progenies que presentan resistencia a
oidio a partir de F1 obtenida por cruzamiento de la planta de meldn resistente a oidio de la
presente invencion con otras plantas de meldén o sus progenies. Ademas, una planta de
meldn que incluye el marcador de resistencia a oidio es resistente a razas de hongo de oidio
capaces de infectar plantas de meldn que incluyen los genes de resistencia a oidio descritos
en el documento de la técnica anterior, por ejemplo. Por tanto, la planta de meldn resistente
a oidio de la presente invencion puede eliminar la necesidad de prevencion y exterminacion
usando compuestos quimicos agricolas como se realiza convencionalmente, de manera que
se puede evitar el problema de trabajo y coste de la pulverizacién de los compuestos

quimicos agricolas, por ejemplo.

Breve descripcion de los dibujos

[Fig. 1] La Figura 1 es una vision esquematica que muestra las locaciones relativas de

polimorfismos de nucleétido unico (SNP) y similares en el cromosoma 6.

[Figs. 2A a 2D] Las Figuras 2A a 2D muestra fotografias que ilustran criterios para evaluar el

indice de enfermedad de las plantas de meldn en el Ejemplo 1.
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Modo de llevar a cabo la invencion

1. Marcador de resistencia a oidio para plantas de melén

El marcador de resistencia a oidio para una planta de meldn (también referido simplemente
como “marcador de resistencia” en lo sucesivo en este documento) segun la presente
invencién es, como se describié anteriormente, un marcador de resistencia a oidio para una
planta de meldn, que incluye: un locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una
forma homocigota, donde el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al
menos una de las siguientes condiciones (1) y (2):

Condicién (1): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
longitud de un fragmento amplificado obtenido por amplificacion usando el siguiente
conjunto cebador 1, y la longitud del fragmento amplificado es de 133 pb 0 mas.

Conjunto cebador 1:
un cebador directo 1 que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 1
un cebador inverso 1 que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 2

Condicion (2): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 en una
secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3.

El marcador de resistencia a oidio de la presente invencion se caracteriza por que incluye un
locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una forma homocigota y que el locus de
resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las condiciones (1) y (2).

Otras configuraciones o condiciones no estan particularmente limitadas.

En la presente invencion, las “plantas de melén” son plantas clasificadas en Cucumis melo

del género Cucumis.

En la presente invencion, los ejemplos del patégeno de oidio incluyen Sphaerotheca

fuliginea (también denominado “Podosphaera xanthii’) y Erysiphe polygoni.

En la presente invencion, el término “resistencia a oidio” también puede ser referido como

“tolerancia a oidio”, por ejemplo. La resistencia significa la capacidad de inhibir o suprimir la
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ocurrencia y la progresion de dafo debido a la infeccion con el patégeno de oidio, por
ejemplo. Especificamente, la resistencia puede significar cualquiera de lo siguiente, por
ejemplo: prevenir de que ocurra el dafio; parar la progresion del dafo que ya ha ocurrido; y

suprimir (también referido como “inhibir”) la progresién del dafio que ya ha ocurrido.

En la presente invencion, el “cromosoma” también puede ser referido como “grupo de
ligamiento”, por ejemplo. Por tanto, en la presente invencién, los cromosomas 1 a 12 de una
planta de melén también pueden ser referidos como, por ejemplo, grupos de ligamiento 1 a
12, respectivamente, y el cromosoma 6 también puede ser referido como, por ejemplo,
grupo de ligamiento 6. Los grupos de ligamiento se pueden determinar basandose en la
informacion de secuencia del genoma en las plantas de meldn con referencia al siguiente
Documento de Referencia 1, por ejemplo. La informaciéon de secuencia del genoma en las
plantas de melon esta disponible en la pagina de internet (https://melonomics.net/) de
MELONOMICS Project, por ejemplo. Especificamente, el cromosoma 6 (grupo de ligamiento
6) en la presente invencién se puede determinar basandose en un trozo de la informacion de
secuencia del genoma, Melon_genome_v3.5.1, en las plantas de melon descrita en la
pagina de internet de MELONOMICS Project con referencia al siguiente Documento de

Referencia 1, por ejemplo.

Documento de Referencia 1: Jason M. Argyris y col., “Use of targeted SNP selection for an
improved anchoring of the melon (Cucumis melo L.) scaffold genome assembly”, BMC
Genomics, 2015 vol. 16:4.

Aunque el marcador de resistencia de la presente invencién incluye el locus de resistencia
en el cromosoma 6 en una forma homocigota como se describi6é anteriormente, la planta de
meldn resistente a oidio puede incluir el locus de resistencia en el cromosoma 6, en lugar de
en el cromosoma 6, en cualquier cromosoma distinto del cromosoma 6, por ejemplo. Es
decir, la planta de meldn resistente a oidio puede incluir el locus de resistencia en el
cromosoma 6 en cualquiera del cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, cromosoma 4,
cromosoma 5, cromosoma 7, cromosoma 8, cromosoma 9, cromosoma 10, cromosoma 11y
cromosoma 12. Cuando la planta de meldn resistente a oidio incluye el marcador de
resistencia en cualquier cromosoma distinto del cromosoma 6, la planta de melon resistente
a oidio puede incluir un locus de resistencia en un cromosoma distinto del cromosoma 6 o
dos loci de resistencia en un cromosoma(s) distinto(s) del cromosoma 6, por ejemplo. En el

ultimo caso, la planta de meldn resistente a oidio puede incluir los dos loci de resistencia en
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el mismo cromosoma o en cromosomas diferentes, por ejemplo.

El locus de resistencia a oidio se refiere a un locus de rasgo cuantitativo o una regiéon de gen
que confiere la resistencia a oidio. En general, el locus de un caracter cuantitativo (QTL) se
refiere a una regidon de cromosoma que estd implicada en la expresion de un caracter
cuantitativo. EI QTL se puede especificar usando un marcador molecular que indica un locus
especifico en un cromosoma. La técnica para especificar el QTL usando el marcador

molecular es bien conocida en la técnica.

En la presente invencién, un marcador molecular usado para especificar (también referido
como “identificar” en lo sucesivo en este documento) el locus de resistencia a oidio no esta
particularmente limitado. Ejemplos del marcador molecular incluyen marcadores SNP,
marcadores de polimorfismo de la longitud de fragmento amplificado (AFLP), marcadores de
polimorfismo de la longitud de fragmento de restriccion (RFLP), marcadores microsatélites,
marcadores de region amplificada caracterizada por secuencia (SCAR) y marcadores de
secuencia polimérfica amplificada cortada (CAPS). Ejemplos de los marcadores
microsatélites incluyen marcadores de repeticion en tandem corta (STR) y marcadores de
repeticion de secuencia simple (SSR). El locus de resistencia se puede identificar por un tipo

de marcador o por dos 0 mas tipos de marcadores, por ejemplo.

En la presente invencion, se puede usar un marcador SNP, o se pueden usar dos o mas

marcadores SNP en combinacién, por ejemplo.

En la presente invencion, el locus de resistencia cumple: (i) una condicién basada en al
menos una de la longitud de cada uno de los fragmentos amplificados obtenidos por
amplificacién usando el conjunto cebador y la combinacién de polimorfismos (también
referido como “SNP” en lo sucesivo en este documento) de bases. Es decir, el locus de
resistencia cumple al menos una de las condiciones (1) y (2), descritas anteriormente.
Ademas, el locus de resistencia puede cumplir, por ejemplo: (ii) una condicién basada en al
menos una de la secuencia de bases de cada uno de los fragmentos amplificados obtenidos
por amplificacion usando el conjunto cebador y una secuencia de bases que incluye la
combinacion de SNP; (iii) una condicién basada en la secuencia de bases de una region que
incluye al menos una de la secuencia de bases de cada uno de los fragmentos amplificados
obtenidos por amplificacion usando el conjunto cebador y una secuencia de bases que

incluye la combinacion de SNP; o cualquier combinacion de (i) a (iii), como se describiran
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mas adelante. Cuando el locus de resistencia cumple cualquier combinacién de (i) a (iii), la
combinacién no esta particularmente limitada, y sus ejemplos incluyen las siguientes
combinaciones. Aunque el locus de resistencia cumple (i), la presente invencion no se limita
a la misma. Por ejemplo, en lugar de (i), el locus de resistencia puede cumplir (ii) o (iii), o
puede cumplir la combinacion de (ii) y (iii).

Combinacion de (i) y (ii)

Combinacion de (i) y (iii)

Combinacion de (i), (ii) y (iii)

(i) Condicién basada en la longitud del fragmento amplificado y la combinacién de SNP

Como se describié en el anterior punto (i), el locus de resistencia cumple la condicion
basada en al menos una de la longitud de cada uno de los fragmentos amplificados
obtenidos por amplificacién usando el conjunto cebador y la combinacion de SNP, y
especificamente, el locus de resistencia cumple al menos una de las condiciones (1) y (2).
En la siguiente descripcion, los SNP en las respectivas condiciones estan recién
identificados por los inventores de la presente invencion, y los expertos en la técnica pueden
identificar las localizaciones cromosdmicas de estos SNP basandose en las secuencias de

bases que incluyen estos SNP a describir mas adelante.

En la condicién (1), el locus de resistencia se identifica por la longitud de cada uno de los
fragmentos amplificados obtenidos por amplificacion usando el siguiente conjunto cebador 1.
La longitud del fragmento amplificado se puede medir, por ejemplo, amplificando el gen de
una planta de meldn usando el siguiente conjunto cebador 1 y analizando el fragmento
amplificado resultante. El analisis del fragmento amplificado se puede secuenciar del
fragmento amplificado o analisis por electroforesis o similares, por ejemplo. El siguiente
conjunto cebador 1 amplifica, por ejemplo, la secuencia de bases desde las posiciones
5857028 a 5857159 en el cromosoma 6 en la informacion de secuencia del genoma

anteriormente descrita en las plantas de melén.
Conjunto cebador 1
un cebador directo 1: 5-AATCTCAACAAGTGAGCTTTTATTGT-3’ (SEQ ID NO: 1)

un cebador inverso 1: 5-CATGATTATCTTCAATTTTCTTTTTGTC-3’ (SEQ ID NO: 2)

La longitud del fragmento amplificado puede ser de 133 pb 0 mas, y su limite superior no
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esta particularmente limitado. El limite superior de la longitud del fragmento amplificado
puede ser, por ejemplo, de 140 pb o menos o 135 pb 0 menos, y el intervalo de la longitud
del fragmento amplificado puede ser, por ejemplo, de 133 pb a 140 pb o de 133 pb a 135 pb.
Preferiblemente, la longitud del fragmento amplificado es de 133 pb. Hasta ahora no se ha
informado de la relevancia de la longitud del fragmento amplificado obtenido por
amplificacién usando el conjunto cebador 1 con la resistencia a oidio. La longitud del
fragmento amplificado es una longitud nueva de un fragmento amplificado descubierto

primero por los inventores de la presente invencion como implicado en la resistencia a oidio.

En la condicion (2), el locus de resistencia se identifica por la combinacion de nueve tipos de
SNP (también referida como “primer conjunto de SNP”, en lo sucesivo en este documento)
en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3 mostrada mas adelante. Los nueve tipos de
SNP son los SNP en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 en la secuencia
de bases de la SEQ ID NO: 3. En lo sucesivo en este documento, los SNP en las posiciones
45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 también son referidos como “SNP1,5", “SNP1,5",
“SNP149", “SNP15;”,  “SNP1408", “SNP142", “SNP1439", “SNP1314” 'y  “SNP13”,
respectivamente. SNP1,5, SNP 1,45, SNP 149, SNP15;, SNP1405, SNP 1420, SNP1439, SNP1,14 y
SNP13,7 son la 12 a 92 base subrayada entre corchetes en la secuencia de bases de la SEQ
ID NO: 3, respectivamente. La secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3 se puede obtener de
la planta de melén depositada bajo el N.° de Acceso FERM BP-22291 a describir mas
adelante, por ejemplo. La secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3 corresponde a, por
ejemplo, la secuencia de bases desde las posiciones 5586975 a 5587541 en el cromosoma

6 en la informacién de secuencia del genoma en las plantas de melén.

SEQ ID NO: 3

5 —GGAAAAATGCAGGGGAAGGCGAAGAGCAGCCTTCGGAGAGGAAATATAALA] [TITITITTTTGGTTGAACATAACAT
ACTATTGGTAGTTGGAATTCCAAGTATGAGCACAGAT [T]GAAAGGCATTT [A] TTTGCAAGTCACTTCCTC[A]TCCTCCT
CGAAGTCTTTTGCTTTCACCCTATTGCAGATTCTATGCCCACTGAAATTCTCTCTGT [TICTTCCAACTCGT
CCTCTGCTGCTCTTTCTTTTTCTTCTCTCTCTTGCTTAGCCAAATCTAGGT CAAAGGCTAAGTCTAAAAAACCATCCAAAAT
CAAGGATTCTCTCACATCLCI TCTGGGTTTCACTTGTTTGTTTAATTCGTTTGTACTTTTGTTTATGATTACTCTTTTCGCT
CTAAGTATAATTCTCATGTACTTTGAGCATTAGTCTCTTTTGTTAATACATTTAAAGAGGCTCGTATCAATGTTTGGTGCTG
ACCTGCAAGGAAATATCCAACAACTTTTAGTTGAGGTGCAGTTAAAAATATTTCCCTCAATCACTTTGGATACATGCGGTTA
AGTGGCTTTTGGCAG-3’

El primer conjunto de SNP indica polimorfismos de modo que, por ejemplo, la 12 a 92 base
subrayada entre corchetes en la SEQ ID NO: 3 son are A, A, T, T, T, A, A, Ty C,

9
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respectivamente. Es decir, por ejemplo, una planta de melén es resistente a oidio cuando
SNP1,45, SNP145, SNP149, SNP151, SNP1403, SNP1429, SNP1439, SNP1,14 y SNP13,7 en el
primer conjunto de SNP son A, A, T, T, T, A, A, T y C, respectivamente, y es susceptible a
oidio cuando la combinacién de las bases es distinta de la combinacién anterior (por
ejemplo, cuandoson A, T, T, T, T, A, Gy To cuando son G, A, A, A, G, C, A, CyT). Hasta
ahora no se ha informado de la relevancia del primer conjunto de SNP con la resistencia a
oidio. El primer conjunto de SNP es una nueva combinacion de SNP descubierta primero

por los inventores de la presente invencidon como implicada en la resistencia a oidio.

En la condicion (2), el locus de resistencia ademas se puede identificar, por ejemplo, por la
secuencia de bases desde las posiciones 204 a 213 (SEQ ID NO: 7: 5-AAAAGCTCCA-3’)
en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3. La secuencia de bases de la SEQ ID NO: 7
es la secuencia de bases recuadrada en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3. Es
decir, por ejemplo, una planta de meldn es resistente a oidio cuando el primer conjunto de
SNP anteriormente descrito incluye la combinacién de las bases que presentan la
resistencia a oidio, y también, la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 7 esta incluida en
una secuencia de bases que corresponde a la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3,y es
susceptible a oidio cuando la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 7 no esta incluida.
Hasta ahora no se ha informado de la relevancia de la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 7 con la resistencia a oidio. La secuencia de bases de la SEQ ID NO: 7 es una nueva
secuencia de bases descubierta primero por los inventores de la presente invencién como

implicada en la resistencia a oidio.

En la presente invencion, el locus de resistencia puede cumplir una de las condiciones (1) y
(2) o ambas condiciones (1) y (2), por ejemplo. Preferiblemente, el locus de resistencia
cumple ambas condiciones (1) y (2) debido a que el locus de resistencia muestra mayor

correlaciéon con la resistencia a oidio.

El locus de resistencia ademas puede cumplir, como la condicion basada en la combinacion

de SNP, al menos una de las siguientes condiciones (3) y (4), por ejemplo.
Condicion (3): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por los

polimorfismos de las bases en las posiciones 50, 141 y 266 en la secuencia de bases de la
SEQ ID NO: 4.
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SEQ ID NO: 4

5" —AGGAAACGAAGAATAGACGAAATGTCAAGGTTGCTATTCTAATACCATG[C]TTCCCAAGTCAGACCAGCTTCATTCC
AGCATATGGTATCAAGAGATTCTATTGACGTGACTTCTAATGTCTCTTCCACACCIACTCCAGA[A]ATTCCCCAATTTCAT
TTAGATTAACATTTTACAGTCGAATCAATCCCACCAACCCAGTCATTTATAATCTGCTAATTTCTGGACTGTGCAACGACAA
ATCCTGCACAGAGAAGGCCTACGATAG[T] TTGTGCAACCAGACTGCTGACATGAATATCCATTGTCCCATTATTGCTGAGA
TTCATCTGGTATATACTTAATCCAACTTTCTACATTGCCAAAAAATTTCTGGCCTACAAAGCAAATATGACCCTAAACTTGA
AGAAACCAATATTGTAAAAGCTTTAACTCAACATATGAGGAGATATTTTTATGCCA@ACATAATCAAGAAAAGATAAGCTTC
TCTTTCCGGTTCTCA-3’

Condicion (4): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por los
polimorfismos de las bases en las posiciones 99, 174, 184, 199 y 200 en la secuencia de
bases de la SEQ ID NO: 5.

SEQIDNO: 5

5-
GTTCGGATCGGAAAATTCAATCAAAGGAATAAGCGCTACAAAACAATAAACACACACATA
CATCCAAAAATTACAAATCTCCTATCATCATCAAGAAA[CIAGAAAAACCAAACCGAAAAC
GAAATAAACGCCAAATAATTTCAGAAAATCGATGCGACGGAATAAGAAATGCATI[GITATC
TGGTA[TIGATCGAAAGAGAAA[A]TJATACGAGATCCGGTGGTTTGCCAGAGCTGCATCTC
GCCGTCTTCATAATCGCCTTCGGGACGAACGGCGATGAGAACAAGGTAATCGCCCTTG
CGGACAACGTTGTCGATGGCCCATTTGAGGGCTTTAATGCTGCAGGCAGAGAAATCCA
CCGCGACGCCGACTCTCCGTTGACCGTCCATGCTTTTTGTGGGTTGGGATTTTCAGTGC
GTTTGAGCTTTGTGGAAGGAAGGAAGAATGGAATGAATGTCGGAAAGCTTGG-3’

En la condicion (3), el locus de resistencia se identifica, por ejemplo, por la combinacién de
tres tipos de SNP (también referida como “segundo conjunto de SNP” en lo sucesivo en este
documento) en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 4. Los tres tipos de SNP son, por
ejemplo, los SNP en las posiciones 50, 141 y 266 en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 4. En lo sucesivo en este documento, los SNP en las posiciones 50, 141 y 266 también
son referidos como “SNP2s5y”, “SNP244,” y “SNP2,4¢”", respectivamente. SNP255, SNP244; y
SNP2,6¢ son la 12 a 32 base subrayada entre corchetes en la secuencia de bases de la SEQ
ID NO: 4, respectivamente. La secuencia de bases de la SEQ ID NO: 4 se pueden obtener a
partir de la planta de melon depositada bajo el N.° de Acceso FERM BP-22291 a describir

mas adelante, por ejemplo. La secuencia de bases de la SEQ ID NO: 4 corresponde a, por
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ejemplo, la secuencia de bases desde las posiciones 6398131 a 6398627 en el cromosoma
6 en la informacion de secuencia del genoma anteriormente descrita en las plantas de

melon.

El segundo conjunto de SNP indica polimorfismos de modo que, por ejemplo, la 12 a 32 base
subrayada entre corchetes en la SEQ ID NO: 4 son C, Ay T respectivamente. Es decir, por
ejemplo, una planta de meldn es resistente a oidio cuando SNP25,, SNP2,41 y SNP2,¢ €n el
segundo conjunto de SNP son C, Ay T, respectivamente, y es susceptible a oidio cuando la
combinacion de las bases es distinta de la anterior combinacion (por ejemplo, cuando son T,
T y A). Hasta ahora no se ha informado de la relevancia del segundo conjunto de SNP con
la resistencia a oidio. El segundo conjunto de SNP es una nueva combinacién de SNP
descubierta primero por los inventores de la presente invencidn como implicada en la

resistencia a oidio.

En la condicion (3), el locus de resistencia ademas se puede identificar, por ejemplo, por la
combinacién de SNP en las posiciones 132 y 457 en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 4. En lo sucesivo en este documento, los SNP en las posiciones 132 y 457 también son
referidos como “SNP243,” y “SNP2,4s57”, respectivamente. SNP2,;, y SNP2,5; son la 12 y 22

base recuadrada en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 4, respectivamente.

SNP243, y SNP2,5; son polimorfismos de modo que, por ejemplo, la 12 y 22 base recuadrada
subrayada en la SEQ ID NO: 4 son T y A, respectivamente. Es decir, por ejemplo, una
planta de melén es resistente a oidio cuando el segundo conjunto de SNP anteriormente
descrito incluye la combinacion de las bases que presentan la resistencia a oidio, y también,
SNP2.5; y SNP247; son T y A, respectivamente, y es susceptible a oidio cuando la
combinacién de las bases es distinta de la anterior combinacién. Hasta ahora no se ha
informado de la relevancia de SNP243, y SNP2,457 con la resistencia a oidio. La combinacion
de SNP2,;, y SNP2,5; es una nueva combinacion de SNP descubierta primero por los

inventores de la presente invenciéon como implicada en la resistencia a oidio.

En la condicion (4), el locus de resistencia se identifica, por ejemplo, por la combinacién de
cinco tipos de SNP (también referida como “tercer conjunto de SNP” en lo sucesivo en este
documento) en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 5. Los cinco tipos de SNP son, por
ejemplo, SNP en las posiciones 99, 174, 184, 199 y 200 en la secuencia de bases de la

SEQ ID NO: 5. En lo sucesivo en este documento, los SNP en las posiciones 99, 174, 184,
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199, y 200 también son referidos como “SNP3g”, “SNP3474", “SNP34g4", “SNP3199”, ¥
“SNP320", respectivamente. SNP3g9, SNP3174, SNP31g4, SNP3199, y SNP3,00 son la 12 a 52
base subrayada entre corchetes en la secuencia de bases la SEQ ID NO: 5
respectivamente. La secuencia de bases de la SEQ ID NO: 5 se puede obtener a partir de la
planta de meldn depositada bajo el N.° de Acceso FERM BP-22291 a describir mas
adelante, por ejemplo. La secuencia de bases de la SEQ ID NO: 5 corresponde a, por
ejemplo, la secuencia de bases desde las posiciones 5269642 a 5270103 en el cromosoma
6 en la informacion de secuencia del genoma anteriormente descrita en las plantas de

melon.

El tercer conjunto de SNP indica polimorfismos de modo que, por ejemplo, la 12 a 52 base
subrayada entre corchetes en la SEQ ID NO: 5 son C, G, T, A, y T, respectivamente. Es
decir, por ejemplo, una planta de meldn es resistente a oidio cuando SNP3g, SNP374,
SNP31gs, SNP3499, ¥ SNP3,5 en el tercer conjunto de SNP son C, G, T, A y T,
respectivamente, y es susceptible a oidio cuando la combinacion de las bases es distinta a
la anterior combinacién (por ejemplo, cuando son T, A, C, T y C). Hasta ahora no se ha
informado de la relevancia del tercer conjunto de SNP con la resistencia a oidio. El tercer
conjunto de SNP es una nueva combinacion de SNP descubierta primero por los inventores

de la presente invencion como implicada en la resistencia a oidio.

Cuando el locus de resistencia cumple ademas al menos una de las condiciones (3) y (4), la
combinacién de las condiciones cumplidas por el locus de resistencia no esta
particularmente limitada, y sus ejemplos incluyen las siguientes combinaciones:
Combinacion de las condiciones (1) y (3)
Combinacion de las condiciones (1) y (4

)
Combinacion de las condiciones (2) y (3)
)

Combinacioén de las condiciones

1), (2)y ()
1, (2)y 4)
1).(2), )y (4)

Combinacion de las condiciones (2) y (4
Combinacion de las condiciones (
Combinacion de las condiciones (

Aunque que el locus de resistencia cumple al menos una de las condiciones (1) y (2) en la

presente invencion, el locus de resistencia no se limita a la misma. El locus de resistencia

puede cumplir al menos una de las condiciones (3) y (4), en lugar de al menos una de las

condiciones (1) y (2). En este caso, el locus de resistencia puede cumplir una de las
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condiciones (3) y (4) o ambas condiciones (3) y (4), por ejemplo. Preferiblemente, el locus
de resistencia cumple ambas condiciones (3) y (4) debido a que el locus de resistencia

muestra mayor correlacidn con la resistencia a oidio.

(i) Condicion basada en la(s) secuencia(s) de bases

Como se describié en el anterior punto (ii), el locus de resistencia puede cumplir, por
ejemplo, una condicion basada en al menos una de la secuencia de bases de cada uno de
los fragmentos amplificados obtenidos por amplificacion usando el conjunto cebador y una
secuencia de bases que incluye la combinacion de SNP y especificamente, el locus de
resistencia puede cumplir al menos una de las siguientes condiciones (5) y (6). En la
siguiente condicion (5), los siguientes polinucledtidos (a2) y (a3) son polinucleétidos que
tienen cada uno una funcién equivalente a la del siguiente polinucledétido (a1) con respecto a
la resistencia a oidio en el locus de resistencia. En la siguiente condicion (6), los siguientes
polinucleétidos (b2) y (b3) son polinucleétidos que tienen cada uno una funcién equivalente
a la del siguiente polinucledtido (b1) con respecto a la resistencia a oidio en el locus de

resistencia.

Condicion (5): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el siguiente
polinucledtido (a). Dicho polinucleétido (a) se selecciona del grupo que consiste en (a1), (a2)
y (a3), donde

el polinucleétido (a1) es un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases de
la SEQ ID NO: 6;

el polinucledtido (a2) es un polinucledtido que consiste en una secuencia de bases
obtenida por delecion, sustitucion, insercién y/o adicion de una o mas bases en la secuencia
de bases del polinucleétido (a1); y

el polinucledtido (a3) es un polinucledtido que consiste en una secuencia de bases
que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del

polinucledtido (a1).

Condicion (6): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el siguiente
polinucledtido (b). Dicho polinucleétido (b) se selecciona del grupo que consiste en (b1), (b2)
y (b3), donde

el polinucleétido (b1) es un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases de
la SEQ ID NO: 3;
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el polinucledtido (b2) es un polinucledtido que consiste en una secuencia de bases
obtenida por delecion, sustitucion, insercién y/o adicion de una o mas bases en la secuencia
de bases del polinucledtido (b1) con la base (A) en la posicion 45, la base (A) en la posicion
48, la base (T) en la posicion 49, la base (T) en la posicion 51, la base (T) en la posiciéon
108, la base (A) en la posicion 120, la base (A) en la posicion 139, la base (T) en la posicién
214, y la base (C) en la posicion 327 en la secuencia de bases del polinucleétido (b1) que se
conserva; y

el polinucledtido (b3) es un polinucledtido que consiste en una secuencia de bases
que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (b1) con la base (A) en la posicidon 45, la base (A) en la posicion 48, la base
(T) en la posicion 49, la base (T) en la posiciéon 51, la base (T) en la posicion 108, la base
(A) en la posicion 120, la base (A) en la posicion 139, la base (T) en la posicion 214, y la
base (C) en la posicion 327 en la secuencia de bases del polinucledtido (b1) que se

conserva.

En el polinucleétido (a1), la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 6 es como se muestra
mas adelante. El polinucledtido (a1) que consiste en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 6, se obtiene, por ejemplo, amplificando el gen de una planta de melén usando el
conjunto cebador 1, por ejemplo. La secuencia de bases de la SEQ ID NO: 6 es, por
ejemplo, la secuencia de bases del fragmento amplificado que incluye el cebador directo 1.
El polinucledtido (a1) se puede obtener a partir de la planta de melén depositada bajo el N.°

de Acceso FERM BP-22291 a describir mas adelante, por ejemplo.

SEQ ID NO: 6

5
AATCTCAACAAGTGAGCTTTTATTGTAAAAAATACAACACAAGTAAGAGTGTGTGTATTTA
TAATTGAAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAAACAAGACAAAAAGAAAATT
GAAGATAATCATG-3

En el polinucledtido (a2), el numero de la “una o mas” bases es, por ejemplo, 1 a 27, 1 a 20,
1a15,1a7,1a5,1a4,1a3,1, 0 2. Enla presente invencion, el intervalo numérico con
respecto al numero de bases describe todos los numeros enteros positivos que caen dentro
de ese intervalo, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, la descripcion “‘una a cinco bases”
divulga todo “uno, dos, tres, cuatro y cinco bases” (lo mismo se aplica en lo sucesivo en este

documento).
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En el polinucleétido (a3), la “identidad de secuencia” es, por ejemplo, al menos 80 %, al
menos 85 %, al menos 89 %, al menos 90 %, al menos 95 %, al menos 96 %, al menos 97
%, al menos 98 % o al menos 99 %. La “identidad de secuencia” se puede determinar

alineando dos secuencias de bases (lo mismo se aplica en lo sucesivo en este documento).

En el polinucledtido (b1), la 12 a 92 base subrayada entre corchetes en la SEQ ID NO: 3 son
bases que corresponden a los polimorfismos de SNP 145, SNP 145, SNP 149, SNP 151, SNP 140,
SNP 1420, SNP1439, SNP1,14 y SNP13,,, respectivamente. El polinucledtido (b1) se puede
obtener a partir de la planta de melén depositada bajo el N.° de Acceso FERM BP-22291 a

describir mas adelante, por ejemplo.

En el polinucledtido (b2), el numero de la “una o mas” bases es, por ejemplo, 1 a 112, 1 a
84,1a62,1a56,1a28,1a23,1a17,1a12,1a6,1a3,1,02.

En el polinucleétido (b2), ademas se puede conservar la secuencia de bases desde las
posiciones 204 a 213 (SEQ ID NO: 7: 5-AAAAGCTCCA-3’) en la secuencia de bases del
polinucleétido (b1), por ejemplo. En este caso, el polinucleétido (b2) es, por ejemplo, un
polinucledtido que consiste en una secuencia de bases obtenida por delecién, sustitucion,
insercion y/o adicién de una o mas bases en la secuencia de bases del polinucleétido (b1)
con la base (A) en la posicién 45, la base (A) en la posicion 48, la base (T) en la posicién 49,
la base (T) en la posicion 51, la base (T) en la posicion 108, la base (A) en la posicion 120,
la base (A) en la posicion 139, la base (T) en la posicién 214, la base (C) en la posicion 327,
y la secuencia de bases desde las posiciones 204 a 213 (5-AAAAGCTCCA-3’) en la

secuencia de bases del polinucleétido (b1) que se conserva.

En el polinucleétido (b3), la “identidad de secuencia” es, por ejemplo, al menos 80 %, al
menos 85 %, al menos 89 %, al menos 90 %, al menos 95 %, al menos 96 %, al menos 97

%, al menos 98 % o al menos 99 %.

En el polinucleétido (b3), ademas se puede conservar la secuencia de bases desde las
posiciones 204 a 213 (SEQ ID NO: 7: 5-AAAAGCTCCA-3’) en la secuencia de bases del
polinucleétido (b1), por ejemplo. En este caso, el polinucleétido (b3) es, por ejemplo, un
polinucleétido que consiste en una secuencia de bases que tiene al menos 80 % de

identidad de secuencia a la secuencia de bases del polinucleétido (b1) con la base (A) en la
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posicion 45, la base (A) en la posicion 48, la base (T) en la posicion 49, la base (T) en la
posicion 51, la base (T) en la posicion 108, la base (A) en la posicion 120, la base (A) en la
posicion 139, la base (T) en la posicién 214, la base (C) en la posicion 327, y la secuencia
de bases desde las posiciones 204 a 213 (5-AAAAGCTCCA-3’) en la secuencia de bases

del polinucledtido (b1) que se conserva.

Cuando el locus de resistencia cumple al menos una de las condiciones (5) y (6), el locus de
resistencia puede cumplir una de las condiciones (5) y (6) o ambas condiciones (5) y (6), por
ejemplo. Preferiblemente, el locus de resistencia cumple ambas condiciones (5) y (6) debido

a que el locus de resistencia muestra mayor correlacién con la resistencia a oidio.

El locus de resistencia ademas puede cumplir, como la condicion basada en una
secuencia(s) de bases, al menos una de las siguientes condiciones (7) y (8), por ejemplo. En
la siguiente condicion (7), los siguientes polinucledétidos (c2) y (c3) son polinucleétidos que
tienen cada uno una funcién equivalente al del siguiente polinucleétido (c1) con respecto a la
resistencia a oidio en el locus de resistencia. En la siguiente condicion (8), los siguientes
polinucleétidos (d2) y (d3) son polinucleétidos que tienen cada uno una funcién equivalente
a la del siguiente polinucleétido (d1) con respecto a la resistencia a oidio en el locus de

resistencia.

Condicion (7): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el siguiente
polinucledtido (c). Dicho polinucledétido (c) se selecciona del grupo que consiste en (c1), (c2)
y (c3), donde

el polinucleétido (c1) es un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases de
la SEQ ID NO: 4;

el polinucledtido (c2) es un polinucleétido que consiste en una secuencia de bases
obtenida por delecion, sustitucion, insercién y/o adicion de una o mas bases en la secuencia
de bases del polinucledétido (c1) con la base (C) en la posicion 50, la base (A) en la posicion
141, y la base (T) en la posicidon 266 en la secuencia de bases del polinucledtido (c1) que se
conserva; y

el polinucledtido (c3) es un polinucleétido que consiste en una secuencia de bases
que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (c1) con la base (C) en la posicion 50, la base (A) en la posicion 141, y la
base (T) en la posicion 266 en la secuencia de bases del polinucleétido (c1) que se

conserva.
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Condicion (8): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el siguiente
polinucledtido (d). Dicho polinucleétido (d) se selecciona del grupo que consiste en (d1), (d2)
y (d3), donde

el polinucleédtido (d1) es un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases de
la SEQ ID NO: 5,

el polinucledtido (d2) es un polinucledtido que consiste en una secuencia de bases
obtenida por delecion, sustitucion, insercién y/o adicion de una o mas bases en la secuencia
de bases del polinucleétido (d1) con la base (C) en la posicion 99, la base (G) en la posicion
174, la base (T) en la posicién 184, la base (A) en la posicion 199, y la base (T) en la
posicion 200 en la secuencia de bases del polinucleétido (d1) que se conserva, y

el polinucledtido (d3) es un polinucledtido que consiste en una secuencia de bases
que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucledtido (d1) con la base (C) en la posicién 99, la base (G) en la posicidon 174, la base
(T) en la posicion 184, la base (A) en la posicion 199, y la base (T) en la posicion 200 en la

secuencia de bases del polinucleétido (d1) que se conserva.

En el polinucledtido (c1), la 12 a 32 base subrayada entre corchetes en la SEQ ID NO: 4 son
bases que corresponden a los polimorfismos de SNP25, SNP2i Yy SNP2yg,
respectivamente. El polinucledtido (c1) se puede obtener a partir de la planta de meldn

depositada bajo el N.° de Acceso FERM BP-22291 a describir mas adelante, por ejemplo.

En el polinucledtido (c2), el numero de la “una o mas” bases es, por ejemplo, 1 a 100, 1 a
75,1a55,1a50,1a251a20,1a15,1a10,1a5,1a3,1,02.

En el polinucleétido (c2), por ejemplo, ademas se puede conservar la base (T) en la posicién
132 y la base (A) en la posicion 457 en el polinucledétido (c1). En este caso, el polinucleétido
(c2) es, por ejemplo, un polinucleétido que consiste en una secuencia de bases obtenida por
delecion, sustitucion, insercion y/o adicidn de una o mas bases en la secuencia de bases del
polinucleétido (c1) con la base (C) en la posicion 50, la base (T) en la posicion 132, la base
(A) en la posicion 141, la base (T) en la posicion 266, y la base (A) en la posicion 457 en la

secuencia de bases del polinucledtido (c1) que se conserva.

En el polinucledtido (c3), la “identidad de secuencia” es, por ejemplo, al menos 80 %, al

menos 85 %, al menos 89 %, al menos 90 %, al menos 95 %, al menos 96 %, al menos 97
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%, al menos 98 % o al menos 99 %.

En el polinucleétido (c3), por ejemplo, ademas se puede conservar la base (T) en la posicién
132 y la base (A) en la posicion 457 en el polinucledétido (c1). En este caso, el polinucleétido
(c3) es, por ejemplo, un polinucledtido que consiste en una secuencia de bases que tiene al
menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del polinucleétido (c1) con
la base (C) en la posicién 50, la base (T) en la posicion 132, la base (A) en la posicion 141,
la base (T) en la posicidn 266, y la base (A) en la posicion 457 en la secuencia de bases del

polinucledtido (c1) que se conserva.

En el polinucledtido (d1), la 12 a 52 base subrayada entre corchetes en la SEQ ID NO: 5 son
bases que corresponden a los polimorfismos de SNP3gy, SNP3174, SNP3g4, SNP3199 y
SNP3,00, respectivamente. El polinucleétido (d1) se puede obtener a partir de la planta de
meldn depositada bajo el N.° de Acceso FERM BP-22291 a describir mas adelante, por

ejemplo.

En el polinucledtido (d2), el numero de la “una o mas” bases es, por ejemplo, 1 a 93, 1a 70,
1a51,1a48,1a24,1a19,1a15,1a10,1a5,1a3,1,02.

En el polinucleétido (d3), la “identidad de secuencia” es, por ejemplo, al menos 80 %, al
menos 85 %, al menos 89 %, al menos 90 %, al menos 95 %, al menos 96 %, al menos 97

%, al menos 98 % o al menos 99 %.

Cuando el locus de resistencia cumple ademas al menos una de las condiciones (7) y (8), la
combinacién de las condiciones cumplidas por el locus de resistencia no esta
particularmente limitada, y sus ejemplos incluyen las siguientes combinaciones.
Combinacion de las condiciones (5) y (7)
Combinacion de las condiciones (5) y (8

)
Combinacion de las condiciones (6) y (7)
)

Combinacion de las condiciones (5), (6) y (7)

(5

(

(
Combinacion de las condiciones (6) y (8

(
Combinacion de las condiciones (5), (6) y (8)
(5

Combinacioén de las condiciones

). (6), (7) y (8)
Aunque el locus de resistencia cumple “(i) Condicidon basada en la longitud del fragmento
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amplificado y la combinacion de SNP” en la presente invencion, el locus de resistencia no se
limita a la misma. Como se describié anteriormente, el locus de resistencia puede cumplir
“(ii) Condicion basada en la(s) secuencia(s) de bases”, en lugar de “(i) Condicion basada en
la longitud del fragmento amplificado y la combinacién de SNP”. En este caso, el locus de
resistencia puede cumplir, por ejemplo, al menos una de las condiciones (7) y (8), en lugar
de al menos una de las condiciones (5) y (6). También, en este caso, el locus de resistencia
puede cumplir una de las condiciones (7) y (8) o ambas condiciones (7) y (8), por ejemplo.
Preferiblemente, el locus de resistencia cumple ambas condiciones (7) y (8) debido a que el

locus de resistencia muestra mayor correlacion con la resistencia a oidio.

(iii) Condicion basada en la secuencia de bases de la region

Como se describio en el anterior punto (iii), el locus de resistencia puede cumplir, por
ejemplo, la condicion basada en la secuencia de bases de una region que incluye al menos
una de la secuencia de bases de cada uno de los fragmentos amplificados obtenidos por
amplificacién usando el conjunto cebador y una secuencia de bases que incluye la
combinaciéon de SNP, y especificamente, el locus de resistencia puede cumplir la siguiente
condicion (9). La region puede incluir toda o parte de al menos una de la secuencia de
bases del fragmento amplificado y la secuencia de bases que incluye la combinacién de

SNP, por ejemplo.

Condicion (9): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
secuencia entre los sitios de dos SNP seleccionados del grupo que consiste en el siguiente
SNP (A), SNP (B), y SNP (C) en el cromosoma.

(A) un SNP seleccionado del grupo que consiste en los SNP en las posiciones 45, 48, 49,
51, 108, 120, 139, 214, y 327 en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3

(B) un SNP seleccionado del grupo que consiste en los SNP en las posiciones 50, 132, 141,
266 y 457 en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 4

(C) un SNP seleccionado del grupo que consiste en los SNP en las posiciones 99, 174, 184,
199 y 200 en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 5.

Respecto al SNP (A), los SNP en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327
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son, por ejemplo, bases que corresponden a los polimorfismos SNP145, SNP145, SNP1,,
SNP151, SNP1108, SNP1120, SNP1139, SNP1214 Yy SNP1327, respectivamente.

Respecto al SNP (B), los SNP en las posiciones 50, 132, 141, 266 y 457 son, por ejemplo,
bases que corresponden a los polimorfismos de SNP2s5,, SNP243;, SNP241, SNP266 y

SNP2,s5,, respectivamente.

Respecto al SNP (C), los SNP en las posiciones 99, 174, 184, 199 y 200 son, por ejemplo,
bases que corresponden a los polimorfismos de SNP3gy, SNP3:75, SNP3g4, SNP3;99 ¥

SNP3,q0, respectivamente.

El extremo del lado en direccion 5 y el extremo del lado en direccién 3’ de la region se
pueden identificar, por ejemplo, por los sitios de dos SNP seleccionados del grupo que
consiste en los SNP (A), (B) y (C), como se describié anteriormente. La regién no esta
limitada siempre y cuando esté localizada entre los sitios de dos SNP seleccionados del
grupo que consiste en los SNP (A), (B) y (C), por ejemplo, y puede o no puede incluir ambos
o uno de los sitios de los dos SNP, por ejemplo. Cuando la region incluye los sitios de los
SNP, el extremo del lado en direccion 5’ y el extremo del lado en direccion 3’ de la region
son los sitios de los SNP. Las bases en el extremo del lado en direccion 5’ y el extremo del
lado en direccion 3’ pueden cada una ser una base subrayada o recuadrada en las
anteriores secuencias de bases o0 pueden ser una base distinta a la base subrayada y las

bases recuadradas en las anteriores secuencias de bases, por ejemplo.

Especificamente, los SNP en el extremo del lado en direccién 5 y el extremo del lado en
direccion 3’ se pueden determinar basandose en las localizaciones cromosémicas de los
SNP (A), (B) y (C), por ejemplo. Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 1, los SNP (A), (B)
y (C) estan localizados en el cromosoma 6 de una planta de meldn en el orden de SNP (C),
SNP (A) y SNP (B) desde el lado del lado en direccién 5 (SNP3gs) hacia el lado en direccion
3’ (SNP2,s;). También, como se muestra en la Fig. 1, la secuencia de bases que forma el
fragmento amplificado cuando se amplifica esta localizada entre SNP (A) y SNP (B), por
ejemplo. En este caso, los ejemplos de la combinaciéon de los dos SNP que identifican la
region incluyen las siguientes combinaciones:

Combinacion de SNP (A) y SNP (B)

Combinacion de SNP (A) y SNP (C)

Combinacion de SNP (B) y SNP (C)
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Entre estas combinaciones, por ejemplo, la siguiente combinacion es preferible debido a que

al locus de resistencia muestra mayor correlacion con la resistencia a oidio.

Combinacion de SNP (B) y SNP (C)

Cuando el locus de resistencia se identifica por la secuencia de bases de una regién entre
los sitios de dos SNP, es preferible que el locus de resistencia cumpla ademas la(s)
condicion(es) anteriormente descrita(s) relevante(s) a la secuencia de bases de la region.
Especificamente, es preferiblemente que el locus de resistencia cumpla, en la secuencia de
bases de la region, al menos una de las condiciones (1) y (2), por ejemplo. También, es
preferible que el locus de resistencia ademas cumpla, en la secuencia de bases de la region,

al menos una de las condiciones (3) y (4), por ejemplo.

La condicién relevante puede ser, por ejemplo, una condicion relevante a la secuencia de
bases entre los sitios de los SNP en los extremos del lado en direccion 5 y el lado en
direccién 3’ que identifican la regién, y se pueden determinar como apropiado basandose,
por ejemplo, en las localizaciones cromosémicas de los SNP (A), (B) y (C) y la secuencia de
bases que forma el fragmento amplificado cuando se amplifica mostrado en la Fig. 1. El
numero de las condiciones relevantes puede ser una o mas, por ejemplo. Como ejemplo
especifico, todas las condiciones relevantes a la secuencia de bases localizada entre los

sitios de los SNP que identifican la region se pueden usar como las condiciones relevantes

La combinacién de la secuencia de bases entre los sitios de dos SNP en la region y la(s)
condicion(es) relevante(s) a la secuencia de bases de la region a cumplir por el locus de
resistencia no esta particularmente limitada, y puede ser la siguiente condicion (a), (b) o (c),

por ejemplo.

Condicion (a): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 incluye la secuencia de
bases de una region entre los sitios de SNP (A) y SNP (B) en el cromosoma, y cumple al

menos una de las condiciones (1) y (2).

Condicion (b): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 incluye la secuencia de
bases de una region entre los sitios de SNP (B) y SNP (C) en el cromosoma, y cumple al

menos una de las condiciones (1) y (2).
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Condicion (c): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 incluye la secuencia de
bases de una region entre los sitios de SNP (B) y SNP (C) en el cromosoma, y cumple al

menos una de las condiciones (1) y (2) y al menos una de las condiciones (3) y (4).

En la condicién (a), el locus de resistencia puede cumplir una de las condiciones (1) y (2) o

ambas condiciones (1) y (2), por ejemplo.

En la condicién (b), el locus de resistencia puede cumplir una de las condiciones (1) y (2) o

ambas condiciones (1) y (2), por ejemplo.

En la condicion (c), la combinacion de las condiciones a cumplir por el locus de resistencia
no esta particularmente limitada, y sus ejemplos incluyen las siguientes combinaciones:

Combinacion de las condiciones (1) y (3)

1)y 4)

(2)y (3)
Combinacion de las condiciones (2) y (4)

(1), (2)y (3)
(1), 2)y (4)
(1), (2), 3)y (4)

Combinacioén de las condiciones

Combinacioén de las condiciones

Combinacién de las condiciones
Combinacioén de las condiciones

Combinacioén de las condiciones

El marcador de resistencia segun la presente invencion puede conferir resistencia a oidio a
plantas de melon, por ejemplo. En la presente invencion, el grado de la resistencia a oidio
de una planta de melén se puede expresar por el indice de enfermedad con referencia al
método descrito en el siguiente Documento de Referencia 2, por ejemplo. Respecto al
calculo del indice de enfermedad segun este método, puede referirse a la explicacion en el
Ejemplo 1 a describir mas adelante, y el indice de enfermedad de 1 o menos se puede
evaluar como que es tolerante (resistente) a oidio y el indice de enfermedad de 2 o mas se

puede evaluar como que es susceptible a oidio, por ejemplo.

Documento de Referencia 2: LongZhou Liu y col., “A Sequence-amplified Characterized
Region Marker for a Single, Dominant Gene in Melon Pl 134198 that Confers Resistance to
a Unique Race of Podosphaera xanthii in China”, HORTSCIENCE, 2010, vol. 45, No. 9, pp.
1.407-1.410.
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El marcador de resistencia segun la presente invencion ademas puede incluir un marcador

para cualquier otra resistencia, por ejemplo.

2. Planta de meldn resistente a oidio

La planta de meldn resistente a oidio de la presente invencién es, como se describio
anteriormente, una planta de meldn resistente a oidio que incluye: un locus de resistencia a
oidio en el cromosoma 6 en una forma homocigota, donde el locus de resistencia a oidio en
el cromosoma 6 cumple al menos una de las siguientes condiciones (1) y (2).

Condicién (1): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
longitud de un fragmento amplificado obtenido por amplificacion usando el siguiente
conjunto cebador 1, y la longitud del fragmento amplificado es de 133 pb o0 mas.

Conjunto cebador 1:
un cebador directo 1 que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 1
un cebador inverso 1 que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 2

Condicion (2):

El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por polimorfismos de bases
en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 en la secuencia de bases la SEQ
ID NO: 3.

La planta de melon resistente a oidio de la presente invencion se caracteriza por que incluye
un locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una forma homocigota y que el locus
de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las condiciones (1) y (2).
Otras configuraciones o condiciones no estan particularmente limitadas. La planta de melén
resistente a oidio de la presente invencién incluye el marcador de resistencia de la presente
invencion como el locus de resistencia. Por tanto, por ejemplo, la anterior descripcion con
respecto al marcador de resistencia de la presente invencion también se aplica a la planta
de meldn resistente a oidio de la presente invenciéon. En la presente invencion, el locus de
resistencia a oidio en el cromosoma 6 se deberia interpretar como intercambiable con el
locus de resistencia en el marcador de resistencia de la presente invencion, por ejemplo.
Las anteriores descripciones con respecto al marcador de resistencia de la presente
invencion etc. también se aplica a la planta de meldn resistente a oidio de la presente

invencion, por ejemplo.

La planta de meldn resistente a oidio de la presente invencidn es resistente a oidio.
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En la planta de meldn resistente a oidio de la presente invencién, la resistencia a oidio se
confiere por el locus de resistencia anteriormente descrito. Aunque la planta de melén
resistente a oidio de la presente invencion incluye el locus de resistencia en el cromosoma 6
en una forma homocigota, la planta de meldn resistente a oidio puede incluir el locus de
resistencia en el cromosoma 6, en lugar de en el cromosoma 6, en cualquier cromosoma
distinto del cromosoma 6, por ejemplo. Es decir, la planta de meldn resistente a oidio puede
incluir el locus de resistencia en el cromosoma 6 en cualquiera del cromosoma 1,
cromosoma 2, cromosoma 3, cromosoma 4, cromosoma 5, cromosoma 7, cromosoma 8,
cromosoma 9, cromosoma 10, cromosoma 11 y cromosoma 12. Cuando la planta de melén
resistente a oidio incluye el marcador de resistencia en cualquier cromosoma distinto del
cromosoma 6, la planta de meldn resistente a oidio puede incluir un locus de resistencia en
un cromosoma distinto del cromosoma 6 o dos loci de resistencia en un cromosoma(s)
distinto(s) del cromosoma 6, por ejemplo. En el ultimo caso, la planta de meldn resistente a
oidio puede incluir los dos loci de resistencia en el mismo cromosoma o en diferentes
cromosomas, por ejemplo. Como se describié anteriormente, el “cromosoma” también puede
ser referido como “grupo de ligamiento”, por ejemplo, y la referencia se puede hacer a la

anterior descripcion con respecto al cromosoma y el grupo de ligamiento.

En la planta de meldn resistente a oidio de la presente invencién, la anterior descripcion con
respecto al marcador de resistencia de la presente invencion también se aplica al locus de

resistencia, por ejemplo.

La planta de meldn resistente a oidio de la presente invencion puede cumplir una de las
condiciones (1) y (2) o ambas condiciones (1) y (2), por ejemplo. Preferiblemente, la planta
de meldn resistente a oidio cumple ambas condiciones (1) y (2) debido a que la planta de

melon resistente a oidio muestra mayor correlacion con la resistencia a oidio.

La planta de meldn resistente a oidio de la presente invencion puede ser, por ejemplo, la
planta de meldn depositada bajo el N.° de Acceso FERM BP-22291 (Cucumis melo) o una
linea progenie de la misma. La planta de melén depositada incluye el locus de resistencia en
el cromosoma 6 en una forma homocigota, por ejemplo. La informacion en el depdsito es
como sigue.

Tipo de depésito: depdsito internacional.

Nombre de la institucion depositaria: “National Institute of Technology and
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Evaluation”; NITE-IPOD.

Direccion: 2-5-8-120, Kazusakamatari, Kisarazu-shi, Chiba 292-0818, Japén.
N.° de Acceso FERM BP-22291.

Denominacion identificativa: Takii8.

Fecha de aceptacion: 14 de agosto, 2015.

La planta de meldn resistente a oidio segun la presente invencion también se puede
producir, por ejemplo, introduciendo el locus de resistencia a una planta de melon. El
método para introducir el locus de resistencia a una planta de melén no esta particularmente
limitado, y se puede usar un procedimiento de ingenieria genética convencionalmente
conocido, por ejemplo. El locus de resistencia a introducir puede ser el locus de resistencia a

oidio anteriormente descrito, por ejemplo.

Las caracteristicas de la planta de melon resistente a oidio de la presente invencién distintas
de la resistencia a oidio, tal como, por ejemplo, caracteristicas morfologicas y caracteristicas

biolégicas, no estan particularmente limitadas.

La planta de meldn resistente a oidio de la presente invencién también puede tener

cualquier otra resistencia.

El término “cuerpo vegetal” como se usa en la presente invencion se puede referir a
cualquier planta individual representando la planta completa o una parte de la planta
individual. La parte de la planta individual puede ser cualquiera de los 6rganos, tejidos,
células y propagulos, por ejemplo. Ejemplos de los 6rganos incluyen pétalos, corolas, flores,
hojas, semillas, frutos, tallos y raices. El tejido es una parte del 6érgano, por ejemplo. La
parte del cuerpo vegetal puede ser un tipo de 6rgano, tejido y/o célula, o dos o mas tipos de

organos, tejidos y/o células, por ejemplo.

3. Método para producir la planta de melén resistente a oidio

A continuacion, se describira el método para producir una planta de melodn resistente a oidio
segun la presente invencion (también referido simplemente como “método de produccion” en
lo sucesivo en este documento). Los métodos a describir mas adelante son meramente
ilustrativos, y la presente invencion de ninguna manera esta limitada a estos métodos. En la

presente invencion, el método de producciéon también puede ser referido como “método de
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cultivo”, por ejemplo. También, en la presente invencion, el locus de resistencia a oidio se
deberia interpretar como intercambiable con el marcador de resistencia segun la presente

invencion.

Como se describié anteriormente, el método para producir una planta de meldn resistente a
oidio segun la presente invencion incluye las siguientes etapas (a) y (b):

(a) cruzar la planta de meldn resistente a oidio segun la presente invencién con otra
planta de mel6n; y

(b) seleccionar una planta de meldn resistente a oidio de una o mas plantas de

meldn obtenidas en la etapa (a) o sus lineas progenie.

El método de produccion segun la presente invencion se caracteriza por que la planta de
meldn resistente a oidio segun la presente invencion se usa como planta madre, y otras
etapas o condiciones no estan particularmente limitadas. Las anteriores descripciones con
respecto al marcador de resistencia de la presente invencion etc. también se aplican al
método de produccién de la presente invencion, por ejemplo. Como se describio
anteriormente, el locus de resistencia a oidio puede conferir la resistencia a oidio aunque
sea un locus de gen unico, por ejemplo. Por tanto, segun el método de produccion de la
presente invencion, por ejemplo, usando el locus de resistencia, las progenies que
presentan la resistencia a oidio se pueden obtener facilmente también a partir de F1
obtenida por cruzamiento de la planta de meldn resistente a oidio de la presente invencion

con otras plantas de meldn o sus progenies.

En la etapa (a), una planta de melodn resistente a oidio usada como primera planta madre no
esta limitada siempre y cuando sea la planta de melon resistente a oidio de la presente
invencién. La planta de melén resistente a oidio preferiblemente es la planta de melén
anteriormente descrita depositada bajo el N.° de Acceso FERM BP-22291 o su linea
progenie, por ejemplo. La planta de meldn resistente a oidio usada como primera planta
madre en la etapa (a) también se puede obtener por el método de deteccién de la presente
invencion a describir mas adelante, por ejemplo. Por tanto, es posible proporcionar la planta
de meldn resistente a oidio, por ejemplo, seleccionandola de una o mas plantas de meldn a
examinar (también referidas como “plantas de meldn candidatas”) por la siguiente etapa (x)
antes de la etapa (a), por ejemplo:

(x) seleccionar la planta de meldn resistente a oidio de la presente invencién a partir de una

0 mas plantas de meldn a examinar.
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En la etapa (x), la seleccion de la planta de melén resistente a oidio puede ser referido como
seleccién de la planta de meldn que incluye el locus de resistencia. Por tanto, la etapa (x) se
puede llevar a cabo por las siguientes etapas (x1) y (x2), por ejemplo.

(x1) detectar la presencia o ausencia de un locus de resistencia a oidio en una forma
homocigota en los cromosomas de cada una de la una o mas plantas de melon a examinar;
y

(x2) seleccionar una o mas plantas de melén a examinar que tengan el locus de

resistencia a oidio en una forma homocigota como planta de meldn resistente a oidio.

Como se describioé anteriormente, la seleccién en la etapa (x) es la seleccién de una planta
de meldn que incluye el locus de resistencia a oidio, por ejemplo. Especificamente, la planta
de meldn resistente a oidio se puede seleccionar llevando a cabo la deteccién del locus de
resistencia a oidio con respecto a la una o mas plantas de melén a examinar. Como se
describié anteriormente en relacion con el marcador de resistencia de la presente invencion,
el locus de resistencia a oidio se puede detectar usando, por ejemplo, cualquiera de (i) a (iii)
o cualquier combinacion de (i) a (iii) cumplida por el locus de resistencia: “(i) Condicion
basada en la longitud del fragmento amplificado y la combinacion de SNP”, “(ii) Condicion
basada en la(s) secuencia(s) de bases”, y “(iii)) Condicidon basada en la secuencia de bases

de la regién”.

La seleccion en la etapa (x) se describira con referencia al siguiente ejemplo especifico. Sin
embargo, hay que indicar, que la presente invencion no se limita al mismo. La descripcion
con respecto al locus de resistencia a oidio proporcionado anteriormente en relacién con el
marcador de resistencia de la presente invencién también se aplica al locus de resistencia a

oidio en el método de produccién de la presente invencion.

La seleccion en la etapa (x) es, por ejemplo, la seleccién de una planta de meldn resistente
a oidio que incluye un locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una forma
homocigota, y el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las

condiciones (1) y (2).

En la etapa (x), el locus de resistencia se selecciona, por ejemplo, por (i) la condicién
basada en al menos una de la longitud de cada uno de los fragmentos amplificados

obtenidos por amplificacion usando el conjunto cebador y la combinaciéon de SNP, como se
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describid anteriormente. Ademas, como se describira a continuacion, el locus de resistencia
se puede seleccionar, por ejemplo, por (ii) la condicion basada en al menos una de la
secuencia de bases de cada uno de los fragmentos amplificados obtenidos por amplificacion
usando el conjunto cebador y una secuencia de bases que incluye la combinacion de SNP,
(iii) la condicidon basada en la secuencia de bases de una region que incluye al menos una
de la secuencia de bases de cada uno de los fragmentos amplificados obtenidos por
amplificaciéon usando el conjunto cebador y una secuencia de bases que incluye la
combinaciéon de SNP, o cualquier combinacién de estas condiciones. Cuando el locus de
resistencia se selecciona por una combinacion de estas condiciones, la combinacién no esta
particularmente limitada, y sus ejemplos incluyen las siguientes combinaciones. Aunque el
locus de resistencia se seleccione por (i), por ejemplo, la presente invencion no se limita a la
misma. Por ejemplo, en lugar de (i), el locus de resistencia se puede seleccionar por (ii) o
(i), o por la combinacion de (ii) y (iii).

Combinacion de (i) y (ii)

Combinacion de (i) y (iii)

Combinacion de (i), (ii) y (iii)

(i) Seleccion por la condicion basada en la longitud del fragmento amplificado y la

combinacion de SNP

En el locus de resistencia, (i) la condicion basada en la longitud del fragmento amplificado
y/o la combinacion de SNP a usar para la seleccién no esta particularmente limitada, y la
descripcion en la seccion “(i) Condicion basada en la longitud del fragmento amplificado y la
combinacion de SNP” proporcionada anteriormente en relacién con el marcador de

resistencia de la presente invencion también se aplica a la misma, por ejemplo.

Como ejemplo especifico, la seleccion en la etapa (x) puede ser, por ejemplo, la seleccion
de una planta de meldn resistente a oidio que cumple una de las condiciones (1) y (2) o una
planta de meldn resistente a oidio que cumple ambas condiciones (1) y (2). En la condiciéon
(2), el locus de resistencia ademas se puede identificar, por ejemplo, por la secuencia de
bases desde las posiciones 204 a 213 en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3 (SEQ
ID NO: 7: 5-AAAAGCTCCA-3).

Ademas, en la etapa (x), el locus de resistencia ademas puede cumplir, como la condicién

basada en la combinacion de SNP, al menos una de las condiciones (3) y (4), por ejemplo.
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En la condicion (3), el locus de resistencia ademas se puede identificar, por ejemplo, por la
combinacién de SNP en las posiciones 132 y 457 en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 4.

Cuando el locus de resistencia cumple ademas al menos una de las condiciones (3) y (4), la
combinacién de las condiciones cumplidas por el locus de resistencia no esta
particularmente limitada, y sus ejemplos incluyen las combinaciones dadas anteriormente
como ejemplos en la descripcion con respecto al marcador de resistencia de la presente

invencion.

Aunque el locus de resistencia cumpla, por ejemplo, al menos una de las condiciones (1) y
(2) en el método de produccion de la presente invencion, el locus de resistencia no se limita
a la misma. El locus de resistencia puede cumplir al menos una de las condiciones (3) y (4),
en lugar de al menos una de las condiciones (1) y (2). En este caso, el locus de resistencia
puede cumplir una de las condiciones (3) y (4) o ambas condiciones (3) y (4), por ejemplo.
Preferiblemente, el locus de resistencia cumple ambas condiciones (3) y (4) debido a que el

locus de resistencia muestra mayor correlacion con la resistencia a oidio.

(i) Seleccion por la condicion basada en la(s) secuencia(s) de bases

La seleccion en la etapa (x) es, por ejemplo, seleccion de una planta de meldn resistente a
oidio que incluye el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una forma
homocigota, y el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 puede cumplir al menos
una de las condiciones (5) y (6). En el locus de resistencia, (ii) la condicion basada en la(s)
secuencia(s) de bases a usar para la seleccién no esta particularmente limitada, y la
descripcion en la seccion “(ii) Condicion basada en la(s) secuencia(s) de bases”
proporcionada anteriormente en relacion con el marcador de resistencia de la presente

invencidn también se aplica a la misma, por ejemplo.

Como ejemplo especifico, la seleccion en la etapa (x) puede ser, por ejemplo, la seleccion
de una planta de meldn resistente a oidio que cumple una de las condiciones (5) y (6) o una

planta de meldn resistente a oidio que cumple ambas condiciones (5) y (6).

En la condicion (6), el polinucledtido (b2) puede ser de modo que, por ejemplo, ademas se

conserve la secuencia de bases desde las posiciones 204 a 213 (SEQ ID NO: 7: 5-
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AAAAGCTCCA-3’) en la secuencia de bases del polinucledtido (b1). En la condicion (6), el
polinucleétido (b3) puede ser de modo que, por ejemplo, ademas se conserve la secuencia
de bases desde las posiciones 204 a 213 (SEQ ID NO: 7: 5-AAAAGCTCCA-3’) en la

secuencia de bases del polinucledtido (b1).

Ademas, en la etapa (x), el locus de resistencia ademas puede cumplir, como la condicién
basada en una secuencia(s) de bases, al menos una de las condiciones (7) y (8), por
ejemplo. En la condicion (7), el polinucleétido (c2) puede ser de modo que, por ejemplo,
ademas se conserven la base (T) en la posicion 132 y la base (A) en la posicion 457 en la
secuencia de bases del polinucledétido (c1). En la condicion (7), el polinucleétido (c3) puede
ser de modo que, por ejemplo, ademas se conserve la base (T) en la posicién 132 y la base

(A) en la posicion 457 en la secuencia de bases del polinucledtido (c1).

Cuando el locus de resistencia ademas cumple al menos una de las condiciones (7) y (8), la
combinacién de las condiciones cumplidas por el locus de resistencia no esta
particularmente limitada, y sus ejemplos incluyen las combinaciones dadas anteriormente
como ejemplos en la descripcion con respecto al marcador de resistencia de la presente

invencion.

(iii) Seleccion por la condicion basada en la secuencia de bases en la region

La seleccion en la etapa (x) es, por ejemplo, la seleccion de una planta resistente a oidio
que incluye el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una forma homocigota, y el
locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 puede cumplir la condicion (9). En el locus
de resistencia, (iii) la condicién basada en la secuencia de bases de la region a usar para la
seleccidon no esta particularmente limitada, y la descripcion en la seccién “(iii) Condicion
basada en la secuencia de bases en la regién” proporcionada anteriormente en relacion con
el marcador de resistencia de la presente invencion también se aplica a la misma, por

ejemplo.

Como ejemplo especifico, es preferible que el locus de resistencia cumpla, en la secuencia
de bases de la region, al menos una de las condiciones (1) y (2), por ejemplo. También, es
preferible que el locus de resistencia ademas cumpla, en la secuencia de bases de la region,

al menos una de las condiciones (3) y (4), por ejemplo.
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También, el locus de resistencia puede cumplir la condicion anteriormente descrita (a), (b) o

(c), por ejemplo.

El cromosoma para ser sometido a deteccion de la presencia o ausencia del locus de

resistencia en una forma homocigota preferiblemente es el cromosoma 6.

En la etapa (a), la otra planta de melén a usar como planta madre no esta particularmente
limitada, y puede ser, por ejemplo, una planta de melon que lleva un gen de resistencia a
oidio conocido, una planta de melon que tiene cualquier otra resistencia, o la planta de

meldn resistente a oidio de la presente invencion.

En la etapa (a), el método para cruzamiento de la planta de meldn resistente a oidio con la
otra planta de meldén no esta particularmente limitado, y se puede emplear un método

conocido.

En la etapa (b), las plantas de melon a partir de las cuales se selecciona una planta de
melon resistente a oidio pueden ser las plantas de meldn obtenidas en la etapa (a) o lineas
progenie obtenidas a partir de estas plantas de meldn, por ejemplo. Especificamente, por
ejemplo, las plantas de melon a partir de las cuales se selecciona una planta de meldn
resistente a oidio pueden ser las plantas de melén F1 obtenidas por el cruzamiento en la
etapa (a) o sus lineas progenie. La linea progenie puede ser una auto progenie o una
progenie de retrocruzamiento de la planta de melén F1 obtenida por el cruzamiento en la
etapa (a), o puede ser una planta de meldn obtenida por cruzamiento de la planta de melén

F1 con otra planta de melon, por ejemplo.

En la etapa (b), se puede conseguir la seleccion de una planta de meldn resistente a oidio,

por ejemplo, examinando la resistencia a oidio directamente o indirectamente.

En la etapa (b), el examen directo se puede llevar a cabo evaluando el oidio de la planta de
melén F1 obtenida o una linea progenie de la misma basandose en el indice de enfermedad
anteriormente descrito, por ejemplo. Especificamente, por ejemplo, el examen directo se
puede llevar a cabo inoculando la planta de melén F1 o su linea progenie con hongos de
oidio y evaluando la resistencia a oidio basandose en el indice de enfermedad. En este
caso, por ejemplo, se puede seleccionar la planta de melén F1 o la linea progenie que

muestra el indice de enfermedad de 1 o menos como planta de meldn resistente a oidio.
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En la etapa (b), la seleccion por el examen indirecto se puede conseguir mediante las
siguientes etapas (b1) y (b2), por ejemplo:

(b1) detectar la presencia o ausencia del locus de resistencia a oidio en una forma
homocigota en los cromosomas de cada una de la una o mas plantas de melén obtenidas en
la etapa (a) o sus lineas progenie, y

(b2) seleccionar la una o mas plantas de melén obtenidas en la etapa (a) o sus lineas
progenie que tienen el locus de resistencia a oidio como planta(s) de melén resistente(s) a

oidio.

La seleccion de la(s) planta(s) de meldn resistente(s) a oidio en la etapa (b) se puede
realizar de la misma manera que en la etapa (x), principalmente, detectando la presencia o
ausencia del locus de resistencia a oidio en una forma homocigota, por ejemplo. Mas
especificamente, la seleccion se puede realizar detectando la presencia o ausencia del

locus de resistencia a oidio en una forma homocigota usando el marcador molecular.

El método de produccion de la presente invencion preferiblemente incluye ademas el cultivo

de la planta de meldn resistente a oidio seleccionada en la etapa (b).

La planta de meldn o la linea progenie que se demostré que era resistente a oidio de la
manera anteriormente descrita se puede seleccionar como la planta de meldn resistente a

oidio.

El método de produccién de la presente invencién ademas puede incluir la etapa de

recolecciéon de semillas de la linea progenie obtenida por el cruzamiento.

4. Método de cribado para las plantas de meldn resistentes a oidio

El método de cribado para las plantas de melon resistentes a oidio segun la presente
invencion (también referido simplemente como “método de cribado” en lo sucesivo en este
documento) es un método de cribado que incluye la etapa de: como planta madre para la
produccién de una planta resistente a oidio por cruzamiento, seleccionar una planta de
melon resistente a oidio que incluye, como marcador de resistencia a oidio para las plantas
de meldn, un locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una forma homocigota de

una o mas plantas de melén a examinar, donde el locus de resistencia a oidio en el
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cromosoma 6 cumple al menos una de las condiciones (1) y (2):

Condicién (1): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
longitud de un fragmento amplificado obtenido por amplificacion usando el siguiente
conjunto cebador 1, y la longitud del fragmento amplificado es de 133 pb 0 mas.

Conjunto cebador 1:
un cebador directo que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 1
un cebador inverso que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID NO: 2

Condicion (2): El locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 en una
secuencia de bases la SEQ ID NO: 3.

El método de cribado segun la presente invencion se caracteriza por que incluye la etapa de
seleccion de una planta resistente a oidio que incluye, como marcador de resistencia a oidio
para las plantas de meldn, un locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una forma
homocigota de una o mas plantas de meldn a examinar y que el locus de resistencia a oidio
en el cromosoma 6 cumple al menos una de las condiciones (1) y (2). Otras etapas o
condiciones no estan particularmente limitadas. Segun el método de cribado de la presente
invencion, se puede obtener una planta madre resistente a oidio usando el marcador de
resistencia de la presente invencién. Las anteriores descripciones con respecto al marcador
de resistencia de la presente invencion etc. también se puede aplicar al método de cribado

de la presente invencion, por ejemplo.

Para la seleccion de la planta madre, también se aplica la explicacion para la etapa (x)
anteriormente proporcionada en relacion con el método para producir una planta de melén
resistente a oidio segun la presente invencion, por ejemplo.

Ejemplos

A continuacién, la presente invencion se describira especificamente con referencia a los
ejemplos. Sin embargo, hay que indicar, que la presente invencidon de ninguna manera se
limita a las realizaciones descritas en los siguientes ejemplos.

[Ejemplo 1]

El presente ejemplo analizé el modo de herencia de un locus de resistencia a oidio en
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nuevas plantas de melén resistentes a oidio, identificd el locus de resistencia a oidio y
examino la correlacién entre el locus de resistencia a oidio y la resistencia a oidio, para
examinar si el locus de resistencia a oidio sirve como marcador de resistencia a oidio para
las plantas de melon, si las plantas de melon que incluyen el locus de resistencia son
resistentes a oidio, y si la deteccién de las plantas de meldn resistentes a oidio se puede

realizar usando el marcador de resistencia a oidio para las plantas de meldn.

(1) Linea depositada

Para desarrollar nuevas plantas de meldn resistentes a oidio, se sometieron a cultivo una
gran cantidad de semillas recolectadas de las lineas de meldn obtenidas por cria de
subcultivo en una granja que pertenecia a TAKIl & CO., LTD., y se examiné la resistencia a
oidio de las lineas de meldn resultantes. Como resultado, se obtuvieron (también referido
como “producido” en lo sucesivo en este documento) nuevas lineas de melon con
resistencia a oidio (Cucumis melo) que presentaban resistencia a oidio. Las nuevas plantas
de meldn resistentes a oidio se depositaron bajo el N.° de Acceso FERM BP-22291. En lo
sucesivo en este documento estas plantas de meldn resistentes a oidio son referidas como

“linea depositada”.

(2) Modo de herencia de la resistencia a oidio

Las plantas de melon de la linea depositada (N.° de Acceso FERM BP-22291) se cruzaron
con plantas de meldén susceptibles a oidio “Harukei N.° 3” (disponible en el Genbank NARO
como una planta registrada bajo el N.° de Acceso JP32097, Cucumis melo)’ (también
referidas como “plantas de melon susceptibles” en lo sucesivo en este documento), por
medio de lo cual se produjo una poblacion de segregacion F2 compuesta de 61 individuos
(también referida como “61 lineas” en lo sucesivo en este documento). Ademas, se llevo a
cabo un ensayo de inoculacion de hongo de oidio de la siguiente manera usando las 61
lineas. Cada individuo de la linea depositada incluye SNP145, SNP14, SNP14, SNP154,
SNP140s, SNP 1120, SNP1439, SNP1514 ¥ SNP13,7, SNP25, SNP243, SNP24;, SNP2s y
SNP2457, y SNP3g9, SNP3474, SNP34g4, SNP3199 Y SNP3,90 €n el cromosoma 6 en una forma
homocigota tipo resistente. Es decir, la linea depositada es una planta de melén que cumple
las condiciones (1) a (9). La linea depositada es de modo que dos copias del cromosoma 6
incluyen la secuencia de bases desde las posiciones 204 a 213 en la secuencia de bases de

la SEQ ID NO: 3 y la longitud de cada uno de los fragmentos amplificados obtenidos por
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amplificacién usando el conjunto cebador es de 133 pb. Por otro lado, cada una de las
plantas de meldn susceptibles incluyen SNP145, SNP14, SNP14,, SNP1s;, SNP14gs,
SNP142, SNP1139, SNP1214, y SNP 1357, SNP255, SNP243,, SNP2141, SNP266 ¥ SNP2;4s57, y
SNP3g9, SNP3174s, SNP34s4, SNP3199, ¥ SNP3; en el cromosoma 6 en una forma
homocigota tipo susceptible. La planta de meldn susceptible es de modo que dos copias del
cromosoma 6 no incluyen la secuencia de bases desde las posiciones 204 a 213 en la
secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3 y la longitud de cada uno de los fragmentos
obtenidos por amplificacién usando el conjunto cebador es de 132 pb. Es decir, la planta de

meldn susceptible es una planta de meldn que no cumple las condiciones (1) a (9).

El ensayo de inoculacion de hongo de oidio se llevé a cabo de la siguiente manera con

referencia al método descrito en el anterior Documento de Referencia 2.

Se cultivé la linea de hongo de oidio 1 (raza 3.5) en una planta de melén (“OTOME NO
INORI”, TAKII & CO., LTD.) crecida en un dispositivo de cultivo aislado. La flora fungica del
hongo de oidio sobre hojas de la planta de melén se rasp6 de las hojas, y se recogieron los
conidios del hongo de oidio. Después de eso, se afiadié agua destilada estéril a los conidios.
Una suspension obtenida después de afadir el agua destilada estéril se filtré a través de un
trapo KimWipes®, y se recogio el filtrado. Ademas, se prepard una suspensiéon conidial
diluyendo el filtrado con el agua destilada estéril para conseguir una concentracién de 5x10*
conidios/ml. Se us6 la suspension conidial asi obtenida como un inéculo. Las 61 lineas se
sembraron sobre cascaras de arroz ahumadas de antemano y, a continuacién, se pusieron
en 1/10000a macetas Wagner rellenadas con suelo esterilizado. En el ensayo de
inoculacion, se usaron las plantas de meldn con la tercera hoja verdadera desarrollandose.
La suspension conidial se pulverizé uniformemente sobre las plantas de meléon enteras
usando un pulverizador de mano. Después de eso, las plantas de meldon se cultivaron
durante 2 semanas en una habitacibn de control de ambiente bajo las siguientes
condiciones: 20 °C a 25 °C, una humedad de 60 % a 80 %, 14.000 Lux, y una duracion de
dia de 12 horas. A continuacién, con respecto a las plantas de meldon desarrolladas, la
investigacion de la enfermedad se llevd a cabo de la siguiente manera. También, la
investigacion de la enfermedad se llevd a cabo de la misma manera con respecto a 10
individuos seleccionados de la linea depositada y 10 lineas de las plantas de melén
susceptibles. La raza del hongo de oidio se determind basandose en el siguiente

Documento de Referencia 3.
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Documento de Referencia 3: Fernando J. Yuste-Lisbona y col., “Codominant PCR-based
markers and candidate genes for powdery mildew resistance in melon (Cucumis melo L.),
Theor. Appl. Genet., 2011, vol. 122, pp. 747-758.

En la investigacion de la enfermedad, con referencia al método descrito en el anterior
Documento de Referencia 2, el indice de enfermedad de las hojas de las plantas de melén
sometidas a la investigacion se evalué de acuerdo con los siguientes criterios. Las Figuras
2A a 2D muestran, como criterios de evaluacion para el indice de enfermedad, las
fotografias que muestran ejemplos representativos de las hojas de las plantas de melén con
un indice de enfermedad 0 (Fig. 2A), un indice de enfermedad 1 (Fig. 2B), un indice de
enfermedad 2 (Fig. 2C), y un indice de enfermedad 3 (Fig. 2D). En estas fotografias, una
region donde se observa esporulacion esta perfilada con una linea continua e indicada con

una flecha.

indice de enfermedad 0: No se observa esporulacion (altamente resistente).
indice de enfermedad 1: se observa ligera esporulacion (resistente).
indice de enfermedad 2: se observa esporulacién en una region limitada.

indice de enfermedad 3: se observa alto nivel de esporulacién sobre una amplia regién.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1 de a continuacion. Como se puede ver
en la Tabla 1, en las 61 lineas, el numero de los individuos que presentaban un indice de
enfermedad de 1 o menos, es decir, los individuos resistentes a oidio eran 15, los cuales
representaban el 24,6 % del numero total de los individuos. A partir de la relacion entre los
indices de enfermedad de las 61 lineas y las frecuencias de apariencia de los individuos que
tenian los correspondientes indices de enfermedad, se encontré que el modo de herencia de
la resistencia a oidio de la linea depositada era monogénico recesivo. Las plantas de melén
susceptibles sometidas a la investigacion de la enfermedad bajo las mismas condiciones se
encontraron que eran susceptibles a oidio. Ademas, la linea depositada se encontré que era
resistente a oidio. No se ha sabido de un locus de resistencia a oidio monogénico recesivo.
Por lo tanto, se encontré que el locus de resistencia a oidio incluido en la linea depositada

es un nuevo locus de resistencia a oidio.

[Tabla 1]
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Indice de Proporcién de individuos
enfermedad Numero total con indice de
de individuos enfermedad de 1 0
oO|12] 3
menos
Lineadepositada |7 |3 | 0| O 10 100 %
Plantas de melon
. 0O|0|2] 8 10 0 %
susceptibles
Poblacion de
9|6 |8 38 10 24,6 %
segregacion F2
(3) Identificacion del nuevo locus de resistencia a oidio

Posteriormente, se extrajo el ADN de cada una de las 61 lineas por un método habitual.
Ademas, el ADN se sometié a ensayo de ADN. A continuacion, basandose en el indice de
enfermedad determinado en el anterior punto (2) y el resultado del ensayo de ADN, el
analisis de QTL se realiz6 usando el programa informatico de analisis (“QTL cartographer”,
NC STATE University). Como resultado, en el cromosoma 6, se identificé una regién con
alta correlacion con el indice de enfermedad. La region con alta correlacion es una region
que incluye la secuencia de bases que forma el fragmento amplificado cuando se amplifica
usando el conjunto cebador 1 y el primer conjunto de SNP. A partir de estos resultados, se
encontré que el nuevo locus de resistencia a oidio incluye un gen recesivo monogénico en el
cromosoma 6. También, como resultado del analisis de la secuencia de bases de la region
con alta correlacion, se encontré que las plantas de meldn resistentes a oidio eran cada una
de modo que: las longitudes de los fragmentos amplificados desde dos copias del
cromosoma 6 usando el conjunto cebador 1 son ambas de 133 pb; en las dos copias del
cromosoma 6, SNP1,5, SNP1,45, SNP149, SNP15;, SNP1403, SNP1429, SNP1439, SNP1514 y
SNP13;son A, A, T, T, T, A, A, Ty C, respectivamente; y las dos copias del cromosoma 6
cada una incluyen la secuencia de bases desde las posiciones 204 a 213 en la secuencia de
bases de la SEQ ID NO: 3.

(4) Nuevo locus de resistencia a oidio y resistencia a oidio

El ADN de cada una de las 61 lineas se amplificd por PCR usando el conjunto cebador 1, y
se midieron las longitudes de los fragmentos amplificados obtenidos por la amplificacion.

También, el ADN de cada una de las 61 lineas se amplificé por PCR usando el siguiente
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conjunto cebador 2, y las bases polimérficas que corresponden al primer conjunto de SNP
se identificaron en los fragmentos amplificados obtenidos por la amplificacion. La
amplificacién que usa el conjunto cebador 1 se llevé a cabo incubando el ADN a 94 °C
durante 3 minutos, sometiendo, a continuacién, el ADN a 35 ciclos de tratamiento (con un
tratamiento a 94 °C durante 30 segundos, a 57 °C durante 30 segundos, y a 72 °C durante
60 segundos como un ciclo), y posteriormente incubando el ADN a 72 °C durante 3 minutos.
La amplificacion que usa el conjunto cebador 2 se llevé a cabo incubando el ADN a 94 °C
durante 3 minutos, sometiendo, a continuacién, el ADN a 35 ciclos de tratamiento (con un
tratamiento a 94 °C durante 30 segundos, a 56 °C durante 30 segundos, y a 72 °C durante
60 segundos como un ciclo), e incubando posteriormente el ADN a 72 °C durante 3 minutos.
A continuacion, basandose en las longitudes de los fragmentos amplificados y las bases
polimoérficas que corresponden al primer conjunto de SNP, las 61 lineas se clasificaron en
plantas de meldon homocigotas tipo resistente (A), plantas de melén heterocigotas (H), y
plantas de melén homocigotas tipo susceptible (B). Sus resultados se muestran en la Tabla
2 de a continuacion. En la Tabla 2 de a continuacion, “A” indica individuos para los cuales se
encontré que las longitudes de los fragmentos amplificados obtenidos por amplificacion de
las dos copias del cromosoma 6 eran ambas de 133 pb o mas y el primer conjunto de SNP
estaba en forma homocigota tipo resistente. “H” indica individuos para los cuales se
encontrdé que la longitud del fragmento amplificado obtenido por amplificacion de una de las
dos copias del cromosoma 6 era de 133 pb o mas, la longitud del fragmento amplificado
obtenido por amplificacién de la otra copia del cromosoma 6 era menor que 133 pb y el
primer conjunto de SNP estaba en la forma heterocigota. “B” indica individuos para los
cuales se encontrd6 que las longitudes de los fragmentos amplificados obtenidos por
amplificacién de las dos copias del cromosoma 6 eran ambos menores que 133 pb y el

primer conjunto de SNP estaba en la forma homocigota tipo susceptible.

Conjunto cebador 2
un cebador directo 2: 5-GGAAAAATGCAGGGGAAG-3’ (SEQ ID NO: 8)
un cebador inverso 2: 5-CTGCCAAAAGCGACTTAACC-3’ (SEQ ID NO: 9)

[Tabla 2]
Indice de Proporcién de individuos
. Numero total _
Genotipo | enfermedad o con indice de enfermedad
de individuos
011 2 3 de 1 o menos
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A 916 | 0 0 15 100 %
H 0(0}| 7 |23 30 0%
B 00| 1 15 16 0 %

Como se puede ver en la Tabla 2, los individuos clasificados como “A” todos presentaban un
indice de enfermedad de 1 o menos. Por otro lado, los individuos clasificados como “H” y “B”
todos mostraban un indice de enfermedad de 2 o mas. Estos resultados demuestran que el
nuevo locus de resistencia a oidio identificado por las longitudes de los fragmentos
amplificados y el primer conjunto de SNP es responsable de la resistencia a oidio. También,
a partir del hecho de que el locus de resistencia identificado por las longitudes de los
fragmentos amplificados y el primer conjunto de SNP, es decir, el locus de resistencia que
cumple ambas condiciones (1) y (2) es responsable de la resistencia a oidio, se encontrd
qgue el locus de resistencia sirve como marcador de resistencia a oidio para las plantas de
meldn y que la deteccion de las plantas de meldn resistentes a oidio es posible usando el

marcador de resistencia a oidio para plantas de melon.

(5) Examen de resistencia a hongos de oidio conocidos

A partir de las 61 lineas, se seleccionaron 10 lineas de los individuos homocigotos tipo
resistentes. A continuacion, cada una de las 10 lineas se autocruzaron para producir una
linea seleccionada F3. Ademas, con respecto a las diez lineas seleccionadas F3 producidas
asi (F3-1 a F3-10), se llevé a cabo un ensayo de inoculacion de hongo de oidio de la misma
manera que en el anterior punto (2) usando 10 individuos para cada linea seleccionada F3.
A continuacion, los indices de enfermedad se determinaron para las respectivas lineas
seleccionadas F3. El indice de enfermedad de la correspondiente linea seleccionada F3 se

determind segun la siguiente ecuacion.

indice de enfermedad = [(0 x ng) + (1 x ny) + (2 x ny) + (3 x ng)J/el nimero de los

individuos investigados

En la ecuacioén anterior, “0, 1, 2 y 3” cada uno indica un indice de enfermedad, y “ng, n4, N2, y
n;” indican el nimero de individuos evaluados que tienen un indice de enfermedad de 0, un
indice de enfermedad de 1, un indice de enfermedad de 2, y un indice de enfermedad de 3,

respectivamente.
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En el ensayo de inoculacion de hongo de oidio, se usaron una linea de hongo de oidio 2
(raza 2F), una linea de hongo de oidio 3 (raza 5), y una linea de hongo de oidio 4 (raza G),
ademas de la linea de hongo de oidio 1. También, se llevo a cabo el ensayo de inoculacién
de hongo de oidio y el indice de enfermedad se evalu6 de la misma manera que en el
anterior, excepto que, en lugar de las lineas seleccionadas F3, se usaron las siguientes
plantas de meldén: como plantas de meldén susceptibles a oidio conocidas, Vedrantais
(disponible en la siguiente pagina de internet: http://www.burpee.com/heirloom-seeds-and-
plants/heirloom-melons/melon-vedrantais-prod002040.html), PMR45 (disponible en el
“United States Department of Agriculture” [USDA] como P1601383), y las plantas de meldn
susceptibles anteriormente descritas; como plantas de meldn resistentes a oidio conocidas,
PMR5 (disponible en USDA como Ames26809), WMR29 (disponible en el “Institut National
de la Recherche Agronomique” [INRA]), Edisto47 (disponible en USDA como NSL34600),
P1414723 (disponible en USDA ), MR1 (disponible en INRA), y P1124112 (disponible en
USDA); y la linea depositada. Las razas del hongo de oidio se determinaron con referencia

al anterior Documento de Referencia 3. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.

[Tabla 3]
Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4
(Raza 3.5) | (Raza 2F) | (Razab5) (Raza G)
Vedrantais 3 3 3 3
PMR45 3 3 3 3
PMR5 3 0 0 3
WMR29 3 0 3 3
Edisto47 3 0 3 3
P1414723 0 0 0 3
MR1 3 0 0 0
P1124112 3 0 0 3
Plantas de melén
3 3 3 3
susceptibles
Linea depositada 0,3 0,2 0,1 0,1
F3-1 0,2 0,3 0,2 0,1
F3-2 0,1 0,2 0,2 0,2
F3-3 0,1 0,1 0,3 0,2
F3-4 0,2 0,1 0,1 0,1
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F3-5 0,1 0,2 0,3 0,2
F3-6 0,1 0,3 0,1 0,1
F3-7 0,2 0,1 0,2 0,2
F3-8 0,2 0,2 0,1 0,3
F3-9 0,3 0,2 0,1 0,1
F3-10 0,1 0,1 0,2 0,1

Como se puede ver en la Tabla 3, las plantas de melén susceptibles a oidio conocidas
Vedrantais y PMR45 y las plantas de melén susceptibles anteriormente descritas eran todas
susceptibles a todas las lineas de hongo de oidio. Las plantas de melon resistentes a oidio
conocidas PMR5 y P1124112 eran resistentes a las lineas de hongo de oidio 2 y 3, mientras
que eran susceptibles a las lineas de hongo de oidio 1 y 4. WMR29 y Edisto47 eran
resistentes a la linea de hongo de oidio 2, mientras que eran susceptibles a las lineas de
hongo de oidio 1, 3 y 4. PI1414723 era resistente a las lineas de hongo de oidio 1 a 3,
mientras que era susceptible a la linea de hongo de oidio 4. MR1 era resistente a las lineas
de hongo de oidio 2 a 4, mientras que era susceptible a la linea de hongo de oidio 1. Por el
contrario, las lineas seleccionadas F3 y la linea depositada eran resistentes a todas las
lineas de hongo de oidio. Ademas, puesto que las lineas de hongo de oidio 1 a 4 son todas
capaces de infectar plantas de melon que incluyen los genes de resistencia a oidio
conocidos, se encontrd que el locus de resistencia también es eficaz frente a las lineas de
hongo de oidio capaces de infectar plantas de melén que incluyen genes de resistencia a
hongo de oidio conocidos. Estos resultados demuestran que las lineas seleccionadas F3 y
la linea depositada son resistentes a una pluralidad de razas conocidas de hongo de oidio.
Ademas, mientras que las plantas de meldn resistentes a oidio conocidas eran susceptibles
a al menos una de las lineas de hongo de oidio 1 a 4, las lineas seleccionadas F3 y la linea
depositada eran resistentes a todas las lineas de hongo de oidio 1 a 4. Estos resultados
demuestran que el locus de resistencia que cumple ambas condiciones (1) y (2) es un nuevo
locus de resistencia a oidio diferente de los loci de resistencia incluidos en las plantas de

melon resistentes a oidio conocidas.

(6) Locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6

Se produjo una poblacién de segregacion F2 de la misma manera que en el anterior punto
(2). A continuacion, con respecto a la poblacion de segregacion F2 asi producida, se
identificaron las longitudes de los fragmentos amplificados y las bases polimérficas que

corresponden al primer conjunto de SNP de la misma manera que el punto anterior (4).
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Ademas, se amplifico el ADN de cada individuo de la poblacion de segregacion F2 por PCR
usando los siguientes conjuntos cebadores 3 y 4, y se identificaron las bases polimérficas
que corresponden al segundo conjunto de SNP y al tercer conjunto de SNP en los
fragmentos amplificados obtenidos por la amplificacion. La amplificacion que usa el conjunto
cebador 3 se llevd a cabo incubando el ADN a 94 °C durante 3 minutos, sometiendo, a
continuacion, el ADN a 35 ciclos de tratamiento (con un tratamiento a 94 °C durante 30
segundos, a 51 °C durante 30 segundos, y a 72 °C durante 60 segundos como un ciclo), e
incubando posteriormente el ADN a 72 °C durante 3 minutos. La amplificaciéon que usa el
conjunto cebador 4 se llevd a cabo incubando el ADN a 94 °C durante 3 minutos,
sometiendo, a continuacion, el ADN a 35 ciclos de tratamiento (con un tratamiento a 94 °C
durante 30 segundos, a 58 °C durante 30 segundos, y a 72 °C durante 60 segundos como

un ciclo), e incubando posteriormente el ADN a 72 °C durante 3 minutos.

Conjunto cebador 3
un cebador directo 3: 5-AGGAAACGAAGAATAGACG-3’ (SEQ ID NO: 10)
un cebador inverso 3: 5-TGAGAACCGGAAAGAGAAGC-3’ (SEQ ID NO: 11)

Conjunto cebador 4
un cebador directo 4: 5-GTTCGGATCGGAAAATTCAA-3’ (SEQ ID NO: 12)
un cebador inverso 4: 5-CCAAGCTTTCCGACATTCAT-3' (SEQ ID NO: 13)

A continuacion, con respecto a la poblacion de segregacion F2, se clasificaron las longitudes
de los fragmentos amplificados y los genotipos del primer conjunto de SNP, el segundo
conjunto de SNP, y el tercer conjunto de SNP. También, con respecto a la poblacion de
segregacion F2, se llevé a cabo el ensayo de inoculacién de hongo de oidio y el indice de
enfermedad se evalué de la misma manera que en el anterior punto (2). Entre los resultados
obtenidos, la Tabla 4 muestra que los resultados obtenidos con respecto a: cuatro individuos
(lineas X1 a X4) que difieren uno de otro en las longitudes de los fragmentos amplificados y
los genotipos del primer conjunto de SNP, el segundo conjunto de SNP, y el tercer conjunto
de SNP; la linea depositada; la linea susceptible; y las lineas F1 obtenidas de la linea
depositada y la linea susceptible. Respecto a las longitudes de los fragmentos amplificados
mostrados en la Tabla 4 de a continuacién, “A” indica que las longitudes de los fragmentos
amplificados obtenidos por amplificacion de las dos copias del cromosoma 6 usando el
conjunto cebador 1 eran ambas de 133 pb o mas. “H” indica que la longitud del fragmento

amplificado obtenido por amplificacién de una de las dos copias del cromosoma 6 usando el

43



10

15

20

ES 2 691 593 A2

conjunto cebador 1 era de 133 pb o mas, y la longitud del fragmento amplificado obtenido
por amplificacién de la otra copia del cromosoma 6 era menor que 133 pb. “B” indica que las
longitudes de los fragmentos amplificados obtenidos por amplificacién de las dos copias del
cromosoma 6 eran ambas menores que 133 pb. Ademas, con respecto al primer conjunto de
SNP, el segundo conjunto de SNP, y el tercer conjunto de SNP mostrados en la Tabla 4 de
a continuacion, “A” indica que cada uno de los conjuntos de SNP estaba en la forma
homocigota tipo resistente, “H” indica que cada uno de los conjuntos de SNP estaba en la
forma homocigota, y “H” indica que cada uno de los conjuntos de SNP estaba en la forma

homocigota tipo susceptible. En la Tabla 4, A esta sombreado.

[Tabla 4]
Longitudes de
Segundo Primer Tercer .
fragmentos Indice de
conjunto conjunto conjunto
por enfermedad
de SNP o de SNP de SNP
amplificacion
Linea X1 H A A A 0
Linea X2 A H H H 3
Linea X3 H H H A 3
Linea X4 H A A H 1
Linea
A A A A 0
depositada
Lineas F1 H H H H 3
Planta de
meldn B B B B 3
susceptible

Como se puede ver en la Tabla 4, todos los individuos clasificados como “A” con respecto a
las longitudes de los fragmentos amplificados y el primer conjunto de SNP presentaban un
indice de enfermedad de 1 o menos. A partir de estos resultados, se encontrd que, en el
locus de resistencia, las longitudes de los fragmentos amplificados y el primer conjunto de
SNP muestra alta correlacién con la resistencia a oidio. En otras palabras, se encontré que
las condiciones (1) y (2) muestran alta correlacion con la resistencia a oidio. También, a
partir del hecho de que las longitudes de los fragmentos amplificados y el primer conjunto de

SNP muestre alta correlacion con la resistencia a oidio, se encontré que una region entre los

44



10

15

20

25

30

35

ES 2 691 593 A2

sitios de cualquiera de cualquier de los dos SNP seleccionados del segundo conjunto de
SNP y el tercer conjunto de SNP, es decir, una region que incluye los fragmentos
amplificados y el primer conjunto de SNP, muestra alta correlacién con la resistencia a oidio.
En otras palabras, se encontr6 que la condicion (9) muestra alta correlacion con la
resistencia a oidio. A partir de estos resultados, se encontré que el locus de resistencia que
cumple al menos una de las condiciones (1) y (2) y el locus de resistencia que cumple la
condicion (9) cada uno sirve como marcador de resistencia a oidio para las plantas de melén
y que es posible la deteccion de las plantas de meldn resistentes a oidio usando el marcador

de resistencia a oidio para las plantas de melon.

Aunque la presente invencidon se ha descrito anteriormente con referencia a las
realizaciones y los ejemplos, la presente invencion de ninguna manera se limita a los
mismos. Se pueden realizar diversos cambios y modificaciones que pueden llegar a ser
aparentes a los expertos en la técnica en la configuraciéon y los detalles de la presente

invencion sin desviarse del alcance de la presente invencion.

Esta solicitud reivindica la prioridad a partir de la Solicitud de Patente Japonesa N.° 2015-
222794 presentada el 13 de noviembre de 2015. La divulgacion entera de esta solicitud de

patente japonesa esta incorporada en el presente documento como referencia.

Aplicabilidad industrial

El marcador de resistencia a oidio para las plantas de mel6én segun la presente invencion
permite facil deteccion de plantas de meldn resistentes a oidio, por ejemplo. También, la
planta de melon resistente a oidio segun la presente invencion incluye el locus de
resistencia a oidio, por ejemplo, y asi puede presentar resistencia a oidio, por ejemplo.
Ademas, el locus de resistencia a oidio puede conferir la resistencia a oidio aunque sea un
locus de gen unico, por ejemplo. Por tanto, segun la planta resistente a oidio de la presente
invencion, por ejemplo, las progenies que presentan resistencia a oidio se pueden obtener
facilmente también a partir de la F1 obtenida cruzando la planta de meldn resistente a oidio
de la presente invencion con otras plantas de melén o sus progenies. Ademas, una planta
de meldn que incluye el marcador de resistencia a polvo es resistente a razas de hongos de
oidio capaces de infectar plantas de meldn que incluyen los genes de resistencia a oidio
descritos en el documento de la técnica anterior, por ejemplo. Por tanto, la planta de mel6n

resistente a oidio de la presente invencion puede eliminar la necesidad de prevencion y

45



ES 2 691 593 A2

exterminacion usando compuestos quimicos agricolas como se realiza convencionalmente,
de manera que se puede evitar el problema de trabajo y coste para la pulverizacion de los

compuestos quimicos agricolas, por ejemplo.

[Listado de secuencia]
TF15023WQO_ST25.ixt
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REIVINDICACIONES

1. Un marcador de resistencia a oidio para una planta de melén, donde el marcador de
resistencia a oidio comprende un locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una
forma homocigota, donde el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al
menos una de las siguientes condiciones (1) y (2):

Condicion (1): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
longitud de un fragmento amplificado obtenido por amplificacién usando un conjunto cebador
1, y la longitud del fragmento amplificado es de 133 pb o0 mas,

donde el conjunto cebador 1 comprende un cebador directo 1 que consiste en una
secuencia de bases SEQ ID NO: 1, y un cebador inverso 1 que consiste en una secuencia
de bases de la SEQ ID NO: 2; y

Condicion (2): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 en una
secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3.

2. El marcador de resistencia a oidio segun la reivindicacion 1, donde en la condicién
(2), el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una secuencia de

bases desde las posiciones 204 a 213 en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3.

3. El marcador de resistencia a oidio segun la reivindicacion 1 o 2, donde el locus de
resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las siguientes condiciones
(3)y (4):

Condicion (3): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 50, 141 y 266 en una secuencia de bases de la
SEQID NO: 4;y

Condicion (4): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 99, 174, 184, 199 y 200 en una secuencia de
bases de la SEQ ID NO: 5.

4. El marcador de resistencia a oidio segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a
3, donde el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las
siguientes condiciones (5) y (6):

Condicion (5): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el

polinucleétido (a), donde dicho polinucledtido (a) es el polinucleétido (a1) o (a3), siendo el
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polinucleétido (a1) un polinucleétido que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 6, y siendo el polinucleétido (a3) un polinucleétido que consiste en una secuencia de
bases que tiene al menos 90 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (a1); y

Condicion (6): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
polinucleétido (b), donde dicho polinucleétido (b) es el polinucleétido (b1) o (b3), siendo el
polinucleétido (b1) un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 3, y siendo el polinucledétido (b3) un polinucleétido que consiste en una secuencia de
bases que tiene al menos 90 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (b1) con la base (A) en la posicion 45, la base (A) en la posicion 48, la base
(T) en la posicion 49, la base (T) en la posiciéon 51, la base (T) en la posicion 108, la base
(A) en la posicion 120, la base (A) en la posicion 139, la base (T) en la posicion 214, y la
base (C) en la posicion 327 en la secuencia de bases del polinucledtido (b1) que se

conserva.

5. El marcador de resistencia a oidio segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a
4, donde el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las
siguientes condiciones (7) y (8):

Condicion (7): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
polinucleétido (c), donde dicho polinucleétido (c) es el polinucleétido (c1) o (c3), siendo el
polinucleétido (c1) un polinucledtido que consiste en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 4, y siendo el polinucleétido (c3) un polinucleétido que consiste en una secuencia de
bases que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (c1) con la base (C) en la posicion 50, la base (A) en la posicion 141, y la
base (T) en la posicion 266 en la secuencia de bases del polinucleétido (c1) que se
conserva; y

Condicion (8): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
siguiente polinucleétido (d), donde dicho polinucledtido (d) es el polinucleétido (d1) o (d3),
siendo el polinucleétido (d1) un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases de la
SEQ ID NO: 5, y siendo el polinucledtido (d3) un polinucledtido que consiste en una
secuencia de bases que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de
bases del polinucleétido (d1) con la base (C) en la posicion 99, la base (G) en la posicion
174, la base (T) en la posicién 184, la base (A) en la posicion 199, y la base (T) en la

posicion 200 en la secuencia de bases del polinucledtido (d1) que se conserva.
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6. Una planta de meldn resistente a oidio que comprende:

un locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 en una forma homocigota,

donde el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las
siguientes condiciones (1) y (2):

Condicion (1): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
longitud de un fragmento amplificado obtenido por amplificacion usando el siguiente
conjunto cebador 1, y la longitud del fragmento amplificado es de 133 pb o0 mas,

donde el conjunto cebador 1 comprende un cebador directo 1 que consiste en una
secuencia de bases SEQ ID NO: 1 y un cebador inverso 1 que consiste en una secuencia de
bases SEQ ID NO: 2; y

Condicion (2): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 en una
secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3.

7. La planta de meldn resistente a oidio segun la reivindicacion 6, donde, en la
condicion (2), el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
secuencia de bases desde las posiciones 204 a 213 en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 3.

8. La planta de meldn resistente a oidio segun la reivindicacion 6 o 7, donde el locus de
resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las siguientes condiciones
(3)y (4):

Condicion (3): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 50, 141 y 266 en una secuencia de bases de la
SEQID NO: 4;y

Condicion (4): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 99, 174, 184, 199 y 200 en una secuencia de
bases de la SEQ ID NO: 5.

9. La planta de meldn resistente a oidio segun una cualquiera de las reivindicaciones 6
a 8, donde el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las
siguientes condiciones (5) y (6):

Condicion (5): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
polinucleétido (a), donde dicho polinucleétido (a) es el polinucleétido (a1) o (a3), siendo el

polinucleétido (a1) un polinucleétido que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID
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NO: 6, y siendo el polinucledétido (a3) un polinucleétido que consiste en una secuencia de
bases que tiene al menos 90 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (a1); y

Condicion (6): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
siguiente polinucleétido (b), donde dicho polinucleétido (b) es el polinucleétido (b1) o (b3),
siendo el polinucleétido (b1) un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases de la
SEQ ID NO: 3, y siendo el polinucledtido (b3) un polinucleétido que consiste en una
secuencia de bases que tiene al menos 90 % de identidad de secuencia a la secuencia de
bases del polinucleétido (b1) con la base (A) en la posicion 45, la base (A) en la posicion 48,
la base (T) en la posicion 49, la base (T) en la posicidon 51, la base (T) en la posicion 108, la
base (A) en la posicion 120, la base (A) en la posicion 139, la base (T) en la posiciéon 214, y
la base (C) en la posicién 327 en la secuencia de bases del polinucleétido (b1) que se

conserva.

10. La planta de meldn resistente a oidio segun una cualquiera de las reivindicaciones 6
a 9, donde el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las
siguientes condiciones (7) y (8):

Condicion (7): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
polinucleétido (c), donde dicho polinucleétido (c) es el polinucleétido (c1) o (c3), siendo el
polinucleétido (c1) un polinucledtido que consiste en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 4, y siendo el polinucleétido (c3) un polinucleétido que consiste en una secuencia de
bases que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (c1) con la base (C) en la posicion 50, la base (A) en la posicion 141, y la
base (T) en la posicion 266 en la secuencia de bases del polinucleétido (c1) que se
conserva; y

Condicion (8): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
siguiente polinucleétido (d), donde dicho polinucleétido (d) es el polinucleétido (d1) o (d3),
siendo el polinucleétido (d1) un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases de la
SEQ ID NO: 5, y siendo el polinucledtido (d3) un polinucledtido que consiste en una
secuencia de bases que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de
bases del polinucledtido (d1) con la base (C) en la posicion 99, la base (G) en la posicion
174, la base (T) en la posicién 184, la base (A) en la posicion 199, y la base (T) en la

posicion 200 en la secuencia de bases del polinucleétido (d1) que se conserva.

11. La planta de meldn resistente a oidio segun una cualquiera de las reivindicaciones 6
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a 10, donde la planta de meldn resistente a oidio es una planta de melén identificada por el

N.° de Acceso FERM BP-22291 o una linea progenie de la misma.

12. La planta de meldn resistente a oidio segun una cualquiera de las reivindicaciones 6
a 11, donde la planta de meldn resistente a oidio es un cuerpo vegetal o una parte del

mismo.

13. La planta de meldn resistente a oidio segun una cualquiera de las reivindicaciones 6

a 12, donde la planta de meldn resistente a oidio es una semilla.

14. Un método de cribado para una planta de meldn resistente a oidio, caracterizado por
que comprende seleccionar una planta de melén resistente a oidio que incluye un marcador
de resistencia a oidio para las plantas de melén que consiste en un locus de resistencia a
oidio en el cromosoma 6 en una forma homocigota de una o mas plantas de melén a
examinar, donde el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de
las condiciones (1) y (2):

Condicion (1): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una
longitud de un fragmento amplificado obtenido por amplificacion usando el siguiente
conjunto cebador 1, y la longitud del fragmento amplificado es de 133 pb 0 mas,

donde el conjunto cebador 1 comprende un cebador directo 1 que consiste en una
secuencia de bases SEQ ID NO: 1 y un cebador inverso 1 que consiste en una secuencia de
bases SEQ ID NO: 2; y

Condicion (2): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 45, 48, 49, 51, 108, 120, 139, 214 y 327 en una
secuencia de bases la SEQ ID NO: 3.

15. El método de cribado segun la reivindicacion 14, donde en la condicion (2), el locus
de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por una secuencia de bases desde las

posiciones 204 a 213 en la secuencia de bases de la SEQ ID NO: 3.

16. El método de cribado segun una cualquiera de las reivindicaciones 14 o 15, donde el
locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las siguientes
condiciones (3) y (4):

Condicion (3): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por

polimorfismos de bases en las posiciones 50, 141 y 266 en una secuencia de bases de la
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SEQID NO: 4;y

Condicion (4): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por
polimorfismos de bases en las posiciones 99, 174, 184, 199 y 200 en una secuencia de
bases de la SEQ ID NO: 5.

17. El método de cribado segun una cualquiera de las reivindicaciones 14 a 16, donde el
locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las siguientes
condiciones (5) y (6):

Condicion (5): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
polinucleétido (a), donde dicho polinucleétido (a) es el polinucleétido (a1) o (a3), siendo el
polinucleétido (a1) un polinucleétido que consiste en una secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 6, y siendo el polinucledétido (a3) un polinucleétido que consiste en una secuencia de
bases que tiene al menos 90 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (a1); y

Condicion (6): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
polinucleétido (b), donde dicho polinucleétido (b) es el polinucleétido (b1) o (b3), siendo el
polinucleétido (b1) un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases SEQ ID NO: 3,
y siendo el polinucleétido (b3) un polinucledtido que consiste en una secuencia de bases
que tiene al menos 90 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (b1) con la base (A) en la posicion 45, la base (A) en la posicion 48, la base
(T) en la posicion 49, la base (T) en la posiciéon 51, la base (T) en la posicion 108, la base
(A) en la posicion 120, la base (A) en la posicion 139, la base (T) en la posicion 214, y la
base (C) en la posicion 327 en la secuencia de bases del polinucledtido (b1) que se

conserva.

18. El método de cribado segun una cualquiera de las reivindicaciones 14 a 17, donde el
locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 cumple al menos una de las siguientes
condiciones (7) y (8):

Condicion (7): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
polinucleétido (c), donde dicho polinucleétido (c) es el polinucleétido (c1) o (c3), siendo el
polinucleétido (c1) un polinucledtido que consiste en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 4, y siendo el polinucleétido (c3) un polinucleétido que consiste en una secuencia de
bases que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucleétido (c1) con la base (C) en la posicion 50, la base (A) en la posicion 141, y la

base (T) en la posicion 266 en la secuencia de bases del polinucleétido (c1) que se
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conserva; y

Condicion (8): el locus de resistencia a oidio en el cromosoma 6 se identifica por el
polinucleétido (d), donde dicho polinucleétido (d) es el polinucleétido (d1) o (d3), siendo el
polinucleétido (d1) un polinucleétido que consiste en la secuencia de bases de la SEQ ID
NO: 5, y siendo el polinucledétido (d3) un polinucleétido que consiste en una secuencia de
bases que tiene al menos 80 % de identidad de secuencia a la secuencia de bases del
polinucledtido (d1) con la base (C) en la posicidn 99, la base (G) en la posiciéon 174, la base
(T) en la posicion 184, la base (A) en la posicion 199, y la base (T) en la posicion 200 en la

secuencia de bases del polinucleétido (d1) que se conserva.
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